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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素を駆動する第１トランジスターと、
　前記第１トランジスターのゲート電極に接続された容量素子と、
　前記第１トランジスターのゲート電極に一方の電流端が接続された第２トランジスター
と、を備え、
　前記容量素子は、前記ゲート電極に接続されたゲート電極側容量電極と、電源に接続さ
れた電源側容量電極と、前記ゲート電極側容量電極と前記電源側容量電極との間の誘電体
膜とを備え、
　前記電源側容量電極は、前記ゲート電極が形成された層と前記ゲート電極側容量電極が
形成された層との間の層に形成され、
　前記第１トランジスターおよび前記第２トランジスターの双方と前記容量素子は、平面
視上で重なるように配置される、
　ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項２】
　前記第２トランジスターの他方の電流端に接続される信号線が形成された層と、前記ゲ
ート電極側容量電極が形成された層との間に、前記電源側容量電極を設ける、
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項３】
　前記第２トランジスターの他方の電流端に接続される信号線が形成された層および前記
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第２トランジスターの制御線である走査線が形成された層と、前記ゲート電極側容量電極
が形成された層との間に、前記電源側容量電極を設ける、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の有機エレクトロルミネッセンス装置
。
【請求項４】
　前記画素の電極である画素電極が形成された層と、前記ゲート電極側容量電極が形成さ
れた層との間に、前記電源に接続された他の電源側容量電極を設ける、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス装置。
【請求項５】
　前記第１トランジスターの電流端と、前記画素の電極である画素電極との電気的導通部
は、絶縁層を貫通する導通孔と中継電極とを備える、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス装置。
【請求項６】
　前記電源側容量電極は、第１の電源側容量電極と、第２の電源側容量電極とを備え、前
記第１の電源側容量電極と、前記第２の電源側容量電極との間には、前記ゲート電極側容
量電極が設けられ、前記第１の電源側容量電極と前記第２の電源側容量電極とを接続する
電源間導通部は、前記画素が並ぶ横方向または縦方向の少なくともいずれか一の方向に延
在して設けられる、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス装置。
【請求項７】
　前記電源に接続された電源線層を備え、前記電源側容量電極は、前記電源線層に電気的
に接続され、前記電源線層より下層に設けられる、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス装置。
【請求項８】
　前記ゲート電極に接続されたゲート配線を有し、前記ゲート電極側容量電極は、前記ゲ
ート配線に電気的に接続され、前記ゲート配線よりも下層に形成される、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス装置。
【請求項９】
　前記第１トランジスターの前記画素側の電流端と、前記第２トランジスターの他方の電
流端とに接続される第３トランジスターを備え、
　前記第３トランジスターと前記容量素子は、平面視上で重なるように配置される、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項８のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス装置。
【請求項１０】
　前記第１トランジスターの前記画素側の電流端と、前記第２トランジスターの他方の電
流端とに接続される第４トランジスターを備え、
　前記第４トランジスターと前記容量素子は、平面視上で重なるように配置される、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項９のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス装置。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０のいずれかの有機エレクトロルミネッセンス装置を備えた電子
機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、有機ＥＬ材料の発光材料を利用した有機エレクトロルミネッセンス装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば有機ＥＬ材料を利用した発光素子を基板上に平面状に配列した発光装置が各種の
電子機器の表示装置として従来から提案されている。特許文献１には、走査線やゲート電
極等を形成する層に容量素子を構成する容量電極を形成する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２２６１８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１のように、走査線及びゲート電極を形成する層に容量電極を形成す
る場合には、走査線などの制御線及びゲート電極を避けて容量電極を形成しなければなら
ず、容量素子の容量確保が困難であった。
　以上の事情を考慮して、本発明は、ゲート電極よりも上の層を有効に活用して、高密度
な画素のための画素構造を有する有機エレクトロルミネッセンス装置および電子機器を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の課題を解決するために、本発明の好適な態様に係る有機エレクトロルミネッセン
ス装置は、画素を駆動する第１トランジスターと、前記第１トランジスターのゲート電極
に接続された容量素子と、前記容量素子は、前記ゲート電極に接続されたゲート電極側容
量電極と、電源に接続された電源側容量電極と、前記ゲート電極側容量電極と前記電源側
容量電極との間の誘電体膜とを備え、前記電源側容量電極は、前記ゲート電極が形成され
た層と前記ゲート電極側容量電極が形成された層との間の層に形成される、ことを特徴と
する。以上の構成では、電源に接続された電源側容量電極のシールド効果により、電源側
容量電極が形成された層とゲート電極が形成された層との間に形成されるノイズ源、例え
ば、走査線のノイズによるゲート電極側容量電極に対する影響が低減される。また、画素
の電極や電源に接続される電源線層とは別にゲート電極側容量電極を形成するので、設計
の自由度が高くなる。さらに、以上の層構成では、ゲート電極側容量電極は、画素の電極
が形成された層に近い層に形成されることになり、走査線が形成された層に近い層に形成
する場合と比して、階調電位による変動を受けにくい。
【０００６】
　本発明の好適な態様において、前記第１トランジスターのゲート電極に一方の電流端が
接続された選択する第２トランジスターを備え、前記第２トランジスターの他方の電流端
に接続される信号線が形成された層と、前記ゲート電極側容量電極が形成された層との間
に、前記電源側容量電極を設ける。したがって、容量素子のゲート電極側容量電極と信号
線との間には、電源に接続された電源側容量電極が配置されるので、電源側容量電極のシ
ールド効果により、信号線と容量素子のゲート電極側容量電極とのカップリングが抑制さ
れる。
【０００７】
　本発明の好適な態様において、前記第１トランジスターのゲート電極に一方の電流端が
接続された第２トランジスターを備え、前記第２トランジスターの他方の電流端に接続さ
れる信号線が形成された層および前記第２トランジスターの制御線である走査線が形成さ
れた層と、前記ゲート電極側容量電極が形成された層との間に、前記電源側容量電極を設
ける、したがって、容量素子のゲート電極側容量電極と信号線および制御線との間には、
電源に接続された電源側容量電極が配置されるので、電源側容量電極のシールド効果によ
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り、信号線と容量素子のゲート電極側容量電極とのカップリングが抑制されるだけでなく
、制御線と容量素子のゲート電極側容量電極とのカップリングが抑制される。
【０００８】
　本発明の好適な態様において、前記画素の電極である画素電極が形成された層と、前記
ゲート電極側容量電極が形成された層との間に、前記電源側容量電極を設ける。したがっ
て、電源に接続された電源側容量電極のシールド効果により、画素電極と容量素子のゲー
ト電極側容量電極の間のカップリングが抑制される。
【０００９】
　本発明の好適な態様において、前記第１トランジスターの電流端と、前記画素の電極で
ある画素電極との電気的導通部は、絶縁層を貫通する導通孔と中継電極とを備える。した
がって、第１トランジスターの電流端が形成された層まで画素電極を延ばして導通を図る
場合に比べて低抵抗で第１トランジスターと画素電極との導通を図ることができる。
【００１０】
　本発明の好適な態様において、前記電源側容量電極は、第１の電源側容量電極と、第２
の電源側容量電極とを備え、前記第１の電源側容量電極と、前記第２の電源側容量電極と
の間には、前記ゲート電極側容量電極が設けられ、前記第１の電源側容量電極と前記第２
の電源側容量電極とを接続する電源間導通部は、前記画素が並ぶ横方向または縦方向の少
なくともいずれか一の方向に延在して設けられる。したがって、第１の電源線層と第２の
電源線層とを接続する電源間導通部のシールド効果により、一の画素における容量素子の
ゲート電極側容量電極と、当該一の画素に隣り合う画素における容量素子のゲート電極側
容量電極との間のカップリングが抑制される。
【００１１】
　本発明の好適な態様において、前記電源に接続された電源線層を備え、前記電源側容量
電極は、前記電源線層に電気的に接続され、前記電源線層より下層に設けられる。したが
って、電源線層とは別に、電源線層の下層に電源線層と接続された容量素子の電源側容量
電極が形成されるので、電源線層を容量素子の容量電極に用いる場合に比して、電極の厚
さを薄くすることが可能であり、容量素子の容量を大きくすることが容易となる。また、
容量電極の配置の自由度が高くなる。
【００１２】
　本発明の好適な態様において、前記ゲート電極に接続されたゲート配線を有し、前記ゲ
ート電極側容量電極は、前記ゲート配線に電気的に接続され、前記ゲート配線よりも下層
に形成される。したがって、ゲート配線とは別に、ゲート配線の下層にゲート配線と接続
された容量素子のゲート電極側容量電極が形成されるので、ゲート配線を容量素子の容量
電極に用いる場合に比して、電極の厚さを薄くすることが可能であり、容量素子の容量を
大きくすることが容易となる。また、容量電極の配置の自由度が高くなる。
【００１３】
　本発明の好適な態様において、前記第１トランジスターと、前記容量素子とは、平面視
上で重なるように配置される。したがって、平面方向で容量素子の容量が確保されると共
に、画素の微細化が可能となる。
【００１４】
　本発明の好適な態様において、前記第１トランジスターのゲート電極に一方の電流端が
接続された第２トランジスターを備え、前記第２トランジスターと前記容量素子は、平面
視上で重なるように配置される。したがって、平面方向で容量素子の容量が確保されると
共に、画素の微細化が可能となる。
【００１５】
　本発明の好適な態様において、前記第１トランジスターのゲート電極に一方の電流端が
接続された第２トランジスターを備え、前記第１トランジスターの前記画素側の電流端と
、前記第２トランジスターの他方の電流端とに接続される第３トランジスターと、を備え
、前記第３トランジスターと前記容量素子は、平面視上で重なるように配置される。した
がって、したがって、平面方向で容量素子の容量が確保されると共に、画素の微細化が可
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能となる。
【００１６】
　本発明の好適な態様において、前記第１トランジスターのゲート電極に一方の電流端が
接続された第２トランジスターと、前記第１トランジスターの前記画素側の電流端と、前
記第２トランジスターの他方の電流端とに接続される第４トランジスターと、を備え、前
記第４トランジスターと前記容量素子は、平面視上で重なるように配置される。したがっ
て、平面方向で容量素子の容量が確保されると共に、画素の微細化が可能となる。
【００１７】
　以上の各態様に係る有機エレクトロルミネッセンス装置は、例えば表示装置として各種
の電子機器に利用される。具体的には、頭部装着型の表示装置や撮像装置の電子式ビュー
ファインダー等が本発明の電子機器の好適例として例示され得るが、本発明の適用範囲は
以上の例示に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態の発光装置の平面図である。
【図２】画素の回路図である。
【図３】画素の回路図である。
【図４】発光装置の断面図である。
【図５】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図６】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図７】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図８】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図９】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１０】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１１】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１２】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１３】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１４】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１５】第１実施形態の変形例における基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１６】第１実施形態の変形例における基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１７】本発明の第２実施形態における発光装置の断面図である。
【図１８】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１９】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図２０】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図２１】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図２２】本発明の第３実施形態における発光装置の断面図である。
【図２３】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図２４】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図２５】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図２６】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図２７】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図２８】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図２９】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図３０】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図３１】本発明の第４実施形態における発光装置の断面図である。
【図３２】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図３３】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図３４】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図３５】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図３６】基板上に形成される各要素の説明図である。
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【図３７】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図３８】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図３９】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図４０】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図４１】本発明の第５実施形態における発光装置の断面図である。
【図４２】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図４３】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図４４】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図４５】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図４６】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図４７】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図４８】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図４９】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図５０】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図５１】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図５２】本発明の第６実施形態における発光装置の画素の回路図である。
【図５３】発光装置の断面図である。
【図５４】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図５５】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図５６】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図５７】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図５８】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図５９】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図６０】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図６１】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図６２】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図６３】本発明の第７実施形態における発光装置の断面図である。
【図６４】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図６５】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図６６】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図６７】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図６８】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図６９】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図７０】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図７１】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図７２】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図７３】本発明の第８実施形態における発光装置の断面図である。
【図７４】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図７５】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図７６】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図７７】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図７８】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図７９】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図８０】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図８１】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図８２】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図８３】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図８４】本発明の第９実施形態における発光装置の断面図である。
【図８５】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図８６】基板上に形成される各要素の説明図である。
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【図８７】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図８８】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図８９】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図９０】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図９１】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図９２】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図９３】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図９４】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図９５】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図９６】本発明の第１０実施形態における発光装置の断面図である。
【図９７】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図９８】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図９９】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１００】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１０１】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１０２】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１０３】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１０４】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１０５】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１０６】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１０７】基板上に形成される各要素の説明図である。
【図１０８】電子機器の一例たる頭部装着型の表示装置の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置１００の平面
図である。第１実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００は、有機ＥＬ材料を
利用した発光素子を基板１０の面上に形成した有機ＥＬ装置である。基板１０は、珪素（
シリコン）等の半導体材料で形成された板状部材（半導体基板）であり、複数の発光素子
が形成される基体（下地）として利用される。図１に例示される通り、基板１０の表面は
、第１領域１２と第２領域１４とに区分される。第１領域１２は矩形状の領域であり、第
２領域１４は、第１領域１２を包囲する矩形枠状の領域である。
【００２０】
　第１領域１２には、Ｘ方向に延在する複数の走査線２２と、Ｘ方向に交差するＹ方向に
延在する複数の信号線２６とが形成される。複数の走査線２２と複数の信号線２６との各
交差に対応して画素Ｐ（Ｐｄ，Ｐｅ）が形成される。したがって、複数の画素Ｐは、Ｘ方
向およびＹ方向にわたり行列状に配列する。
【００２１】
　第２領域１４には駆動回路３０と複数の実装端子３６とガードリング３８とが設置され
る。駆動回路３０は、各画素Ｐを駆動する回路であり、第１領域１２をＸ方向に挟む各位
置に設置された２個の走査線駆動回路３２と、第２領域１４のうちＸ方向に延在する領域
に設置された信号線駆動回路３４とを含んで構成される。複数の実装端子３６は、信号線
駆動回路３４を挟んで第１領域１２とは反対側の領域内に形成され、基板１０に接合され
る可撓性の配線基板（図示略）を介して制御回路や電源回路等の外部回路（例えば配線基
板上に実装された電子回路）に電気的に接続される。
【００２２】
　第１実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００は、基板１０の複数個分に相
当するサイズの原基板の切断（スクライブ）で複数個が一括的に形成される。図１のガー
ドリング３８は、原基板の切断時の衝撃や静電気の影響が駆動回路３０または各画素Ｐに
波及することや各基板１０の端面（原基板の切断面）からの水分の侵入を防止する。図１
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に例示される通り、ガードリング３８は、駆動回路３０と複数の実装端子３６と第１領域
１２とを包囲する環状（矩形枠状）に形成される。
【００２３】
　図１の第１領域１２は、表示領域１６と周辺領域１８とに区分される。表示領域１６は
、各画素Ｐの駆動により実際に画像が表示される領域である。周辺領域１８は、表示領域
１６を包囲する矩形枠状の領域であり、表示領域１６内の各画素Ｐに構造は類似するが実
際には画像の表示に寄与しない画素Ｐ（以下「ダミー画素Ｐｄ」という）が配置される。
周辺領域１８内のダミー画素Ｐｄとの表記上の区別を明確化する観点から、以下の説明で
は、表示領域１６内の画素Ｐを「表示画素Ｐｅ」と便宜的に表記する場合がある。表示画
素Ｐｅは、発光の最小単位となる要素である。
【００２４】
　図２は、表示領域１６内に位置する各表示画素Ｐｅの回路図である。図２に例示される
通り、表示画素Ｐｅは、発光素子４５と、駆動トランジスターＴｄｒと、選択トランジス
ターＴｓｌと、容量素子Ｃと、発光制御トランジスターＴｅｌと、補償トランジスターＴ
ｃｍｐとを含んで構成される。なお、本実施形態においては、表示画素Ｐｅの各トランジ
スターＴ（Ｔｄｒ，Ｔｅｌ，Ｔｓｌ，Ｔｃｍｐ）をＰチャネル型としたが、Ｎチャネル型
のトランジスターを利用することも可能である。
【００２５】
　発光素子４５は、有機ＥＬ材料の発光層を含む発光機能層４６を第１電極（陽極）Ｅ１
と第２電極（陰極）Ｅ２との間に介在させた電気光学素子である。第１電極Ｅ１は表示画
素Ｐｅ毎に個別に形成され、第２電極Ｅ２は複数の画素Ｐにわたり連続する。図２から理
解される通り、発光素子４５は、第１電源導電体４１と第２電源導電体４２とを連結する
経路上に配置される。第１電源導電体４１は、高位側の電源電位Ｖｅｌが供給される電源
配線であり、第２電源導電体４２は、低位側の電源電位（例えば接地電位）Ｖｃｔが供給
される電源配線である。本実施形態の表示画素Ｐｅの回路は、いわゆるカップリング駆動
方式と、いわゆる電流プログラミング方式とのいずれの方式によっても駆動することが可
能である。まず、カップリング駆動方式による駆動について説明する。
【００２６】
　発光制御トランジスターＴｅｌは、駆動トランジスターＴｄｒの一対の電流端のうちの
他方（ドレインまたはソース）と発光素子４５の第１電極Ｅ１との導通状態（導通／非導
通）を制御するスイッチとして機能する。駆動トランジスターＴｄｒは、自身のゲート-
ソース間の電圧に応じた電流量の駆動電流を生成する。発光制御トランジスターＴｅｌが
オン状態に制御された状態では、駆動電流が駆動トランジスターＴｄｒから発光制御トラ
ンジスターＴｅｌを経由して発光素子４５に供給されることで発光素子４５が駆動電流の
電流量に応じた輝度で発光し、発光制御トランジスターＴｅｌがオフ状態に制御された状
態では発光素子４５に対する駆動電流の供給が遮断されることで発光素子４５は消灯する
。発光制御トランジスターＴｅｌのゲートは制御線２８に接続される。
【００２７】
　補償トランジスターＴｃｍｐは、駆動トランジスターＴｄｒの閾値電圧の変動を補償す
る機能を有する。発光制御トランジスターＴｅｌがオフ状態で、選択トランジスターＴｓ
ｌおよび駆動トランジスターＴｄｒがオン状態に制御された状態において、補償トランジ
スターＴｃｍｐがオン状態に制御されると、駆動トランジスターＴｄｒのゲート電位とド
レインまたはソース電位が等しくなり、駆動トランジスターＴｄｒはダイオード接続とな
る。このため、駆動トランジスターＴｄｒを流れる電流がゲートノードおよび信号線２６
を充電する。詳細には、電流が、電源線層４１→駆動トランジスターＴｄｒ→補償トラン
ジスターＴｃｍｐ→信号線２６という経路で流れる。このため、駆動トランジスターＴｄ
ｒがオン状態に制御されることによって互いに接続状態にある信号線２６およびゲートノ
ードは、初期状態の電位から上昇する。ただし、上記経路に流れる電流は、駆動トランジ
スターＴｄｒの閾値電圧を｜Ｖｔｈ｜とすると、ゲートノードが電位（Ｖｅｌ－｜Ｖｔｈ
｜）に近づくにつれて流れにくくなるので、補償トランジスターＴｃｍｐがオフ状態とさ
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れる補償期間の終了に至るまでに、信号線２６およびゲートノードは電位（Ｖｅｌ－｜Ｖ
ｔｈ｜）で飽和する。したがって、容量素子Ｃは、補償トランジスターＴｃｍｐがオフ状
態とされる補償期間の終了に至るまでに駆動トランジスターＴｄｒの閾値電圧｜Ｖｔｈ｜
を保持することになる。
【００２８】
　本実施形態では、水平走査期間内に補償期間と書込期間を有しており、各走査線駆動回
路３２は、各走査線２２に走査信号を供給することで複数の走査線２２の各々を水平走査
期間毎に順次に選択する。走査線駆動回路３２が選択した走査線２２に対応する各表示画
素Ｐｅの選択トランジスターＴｓｌはオン状態に遷移する。したがって、各表示画素Ｐｅ
の駆動トランジスターＴｄｒもオン状態に遷移する。また、各走査線駆動回路３２は、各
制御線２７に制御信号を供給することで複数の制御線２７の各々を補償期間毎に順次に選
択する。走査線駆動回路３２が選択した制御線２７に対応する各表示画素Ｐｅの補償トラ
ンジスターＴｃｍｐはオン状態に遷移する。そして、容量素子Ｃは、補償トランジスター
Ｔｃｍｐがオフ状態とされる補償期間の終了に至るまでに駆動トランジスターＴｄｒの閾
値電圧｜Ｖｔｈ｜を保持する。各走査線駆動回路３２が各制御線２７に制御信号を供給す
ることで各表示画素Ｐｅの補償トランジスターＴｃｍｐをオフ状態に制御すると、信号線
２６から駆動トランジスターＴｄｒのゲートノードに至るまでの経路はフローティング状
態になるものの、容量素子Ｃによって（Ｖｅｌ－｜Ｖｔｈ｜）に維持される。次に、信号
線駆動回路３４は、外部回路から供給される画像信号が表示画素Ｐｅ毎に指定する階調に
応じた階調電位（データ信号）を書込期間毎に容量素子Ｃｒｅｆに対して並列に供給する
。そして、階調電位は容量素子Ｃｒｅｆを用いてレベルがシフトされ、その電位が信号線
２６と選択トランジスターＴｓｌとを経由して各表示画素Ｐｅの駆動トランジスターＴｄ
ｒのゲートに供給される。容量素子Ｃには駆動トランジスターＴｄｒの閾値電圧｜Ｖｔｈ
｜を補償しつつ階調電位に応じた電圧が保持される。他方、書込期間での走査線２２の選
択が終了すると、各走査線駆動回路３２は、各制御線２８に制御信号を供給することで当
該制御線２８に対応する各表示画素Ｐｅの発光制御トランジスターＴｅｌをオン状態に制
御する。したがって、直前の書込期間で容量素子Ｃに保持された電圧に応じた駆動電流が
駆動トランジスターＴｄｒから発光制御トランジスターＴｅｌを経由して発光素子４５に
供給される。以上のように各発光素子４５が階調電位に応じた輝度で発光することで、画
像信号が指定する任意の画像が表示領域１６に表示される。そして、駆動トランジスター
Ｔｄｒから発光素子４５に供給される駆動電流は、閾値電圧の影響が相殺されているため
、駆動トランジスターＴｄｒの閾値電圧が表示画素Ｐｅ毎にばらついても、そのばらつき
が補償されて、階調レベルに応じた電流が発光素子４５に供給されるので、表示画面の一
様性を損なうような表示ムラの発生を抑えられる結果、高品位の表示が可能になる。
【００２９】
　次に、図３を参照して電流プログラミング方式による駆動について説明する。走査線２
２の走査信号がＬレベルになると、選択トランジスターＴｓｌがオン状態となる。また、
制御線２７の制御信号がＬレベルになると、補償トランジスターＴｃｍｐがオン状態とな
る。したがって、駆動トランジスターＴｄｒは、ゲート電位と、発光制御トランジスター
Ｔｅｌとの接続側のソース電位またはドレイン電位とが等しくなり、ダイオードとして機
能する。そして、信号線２６のデータ信号がＬレベルになると、電流Ｉｄａｔａが、電源
線層４１→駆動トランジスターＴｄｒ→補償トランジスターＴｃｍｐ→信号線２６という
経路で流れる。また、そのときに、駆動トランジスターＴｄｒのゲートノードの電位に応
じた電荷が容量素子Ｃに蓄積される。
【００３０】
　制御線２７の制御信号がＨレベルになると、補償トランジスターＴｃｍｐはオフ状態と
なる。このとき、容量素子Ｃの両端の電圧は、電流Ｉｄａｔａが流れたときの電圧に保持
される。制御線２８の制御信号がＬレベルとなると、発光制御トランジスターＴｅｌがオ
ン状態となり、駆動トランジスターＴｄｒのソース・ドレイン間には、ゲート電圧に応じ
た電流Ｉｏｌｅｄが流れる。詳細には、この電流は、電源線層４１→駆動トランジスター



(10) JP 6459318 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

Ｔｄｒ→発光制御トランジスターＴｅｌ→発光素子４５という経路で流れる。
【００３１】
　ここで、発光素子４５に流れる電流Ｉｏｌｅｄは、駆動トランジスターＴｄｒのゲート
ノードと、電源線層４１との接続側のドレインノードまたはソースノードとの間の電圧で
定まるが、その電圧は、Ｌレベルの走査信号によって電流Ｉｄａｔａが信号線２６に流れ
たときに、容量素子Ｃによって保持された電圧である。このため、制御線２８の制御信号
がＬレベルになったときに、発光素子４５に流れる電流Ｉｏｌｅｄは、直前に流れた電流
Ｉｄａｔａに略一致する。このように、電流プログラミング方式の駆動の場合には、電流
Ｉｄａｔａによって発光輝度が規定される。なお、走査線２２は制御線２７と異なる配線
としたが、走査線２２と制御線２７とを一本の配線としてもよい。
【００３２】
　第１実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００の具体的な構造を以下に詳述
する。なお、以下の説明で参照する各図面では、説明の便宜のために、各要素の寸法や縮
尺を実際の有機エレクトロルミネッセンス装置１００とは相違させている。図４は、有機
エレクトロルミネッセンス装置１００の断面図であり、図５から図１３は、有機エレクト
ロルミネッセンス装置１００の各要素を形成する各段階での基板１０の表面の様子を表示
画素Ｐｅの１個分に着目して図示した平面図である。図５から図１３のI－I’線を含む断
面に対応した断面図が図４に相当する。なお、図５から図１３は平面図であるが、各要素
の視覚的な把握を容易化する観点から、図４と共通する各要素に図４と同態様のハッチン
グが便宜的に付加されている。
【００３３】
　図４および図５から理解される通り、珪素等の半導体材料で形成された基板１０の表面
には、表示画素Ｐｅの各トランジスターＴ（Ｔｄｒ，Ｔｓｌ，Ｔｅｌ，Ｔｃｍｐ）の能動
領域１０Ａ（ソース／ドレイン領域）が形成される。能動領域１０Ａにはイオンが注入さ
れる。表示画素Ｐｅの各トランジスターＴ（Ｔｄｒ，Ｔｓｌ，Ｔｅｌ，Ｔｃｍｐ）のアク
ティブ層はソース領域とドレイン領域との間に存在し、能動領域１０Ａとは別種類のイオ
ンが注入されるが、便宜的に能動領域１０Ａと一体に記載している。図４および図６から
理解される通り、能動領域１０Ａが形成された基板１０の表面は絶縁膜Ｌ０（ゲート絶縁
膜）で被覆され、各トランジスターＴのゲート層Ｇ（Ｇｄｒ，Ｇｓｌ，Ｇｅｌ，Ｇｃｍｐ
）が絶縁膜Ｌ０の面上に形成される。各トランジスターＴのゲート層Ｇは、絶縁膜Ｌ０を
挟んでアクティブ層に対向する。
【００３４】
　図４から理解される通り、各トランジスターＴのゲート層Ｇが形成された絶縁膜Ｌ０の
面上には、複数の絶縁層Ｌ（ＬＡ～ＬＤ）と複数の導電層（配線層）とを交互に積層した
多層配線層が形成される。各絶縁層Ｌは、例えば珪素化合物（典型的には窒化珪素や酸化
珪素）等の絶縁性の無機材料で形成される。なお、以下の説明では、導電層（単層または
複数層）の選択的な除去により複数の要素が同一工程で一括的に形成される関係を「同層
から形成される」と表記する。
【００３５】
　絶縁層ＬＡは、各トランジスターＴのゲートＧが形成された絶縁膜Ｌ０の面上に形成さ
れる。図４および図７から理解される通り、絶縁層ＬＡの面上には、走査線２２と、選択
トランジスターＴｓｌの制御線２７と、発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８と、
複数の中継電極ＱＢ（ＱＢ１，ＱＢ２，ＱＢ３，ＱＢ４，ＱＢ５，ＱＢ６）とが同層から
形成される。
【００３６】
　図４および図７から理解される通り、中継電極ＱＢ１は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを
貫通する導通孔ＨＡ２を介して補償トランジスターＴｃｍｐのドレイン領域またはソース
領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ２は、絶縁層ＬＡと絶縁膜Ｌ０
とを貫通する導通孔ＨＡ３を介して選択トランジスターＴｓｌのソース領域またはドレイ
ン領域を形成する能動領域１０Ａに導通すると共に、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ３
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を介して駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｅｌに導通する。中継電極ＱＢ３は、絶
縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを貫通する導通孔ＨＡ４を介して選択トランジスターＴｓｌのド
レイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ４は、
絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを貫通する導通孔ＨＡ５を介して駆動トランジスターＴｄｒの
ドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ５は
、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを貫通する導通孔ＨＡ６を介して駆動トランジスターＴｄｒ
のドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通し、絶縁膜Ｌ０と絶縁
層ＬＡとを貫通する導通孔ＨＡ１を介して補償トランジスターＴｃｍｐのドレイン領域ま
たはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通し、かつ、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを
貫通する導通孔ＨＡ７を介して発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソー
ス領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ６は、絶縁層ＬＡと絶縁膜Ｌ
０とを貫通する導通孔ＨＡ８を介して発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域または
ドレイン領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【００３７】
　図７から理解される通り、走査線２２は、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ２を介して
選択トランジスターＴｓｌのゲート層Ｇｓｌに導通する。走査線２２は、複数の表示画素
ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁層ＬＢにより、後述する信号線２６からは電
気的に絶縁される。
【００３８】
　図７から理解される通り、補償トランジスターＴｃｍｐの制御線２７は、絶縁層ＬＡを
貫通する導通孔ＨＢ１を介して補償トランジスターＴｃｍｐのゲート層Ｇｃｍｐに導通す
る。制御線２７は、複数の表示画素ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁層ＬＢに
より後述する信号線２６からは電気的に絶縁される。
【００３９】
　図７から理解される通り、発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８は、絶縁層ＬＡ
に形成された導通孔ＨＢ４を介して発光制御トランジスターＴｅｌのゲート層Ｇｅｌに導
通する。制御線２８は、複数の表示画素ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁層Ｌ
Ａにより後述する信号線２６からは電気的に絶縁される。
【００４０】
　絶縁層ＬＢは、走査線２２と、選択トランジスターＴｓｌの制御線２７と、発光制御ト
ランジスターＴｅｌの制御線２８と、複数の中継電極ＱＢ（ＱＢ１，ＱＢ２，ＱＢ３，Ｑ
Ｂ４，ＱＢ５，ＱＢ６）とが形成された絶縁層ＬＡの面上に形成される。図４および図８
から理解される通り、絶縁層ＬＢの面上には、信号線２６と、複数の中継電極ＱＣ（ＱＣ
１，ＱＢ２，ＱＣ３）とが形成される。信号線２６は、複数の画素ＰにわたりＹ方向に直
線状に延在し、絶縁層ＬＣにより、後述する第１電源線層４１からは電気的に絶縁される
。信号線２６は、図８から理解される通り、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ１と、絶縁
層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ２を介して補償トランジスターＴｃｍｐおよび選択トランジ
スターＴｓｌのソース領域またはドレイン領域を形成する能動領域１０Ａと導通する。ま
た、信号線２６は、走査線２２と、制御線２７と、制御線２８との上層の位置を通過する
ように形成され、選択トランジスターＴｓｌのチャネル長の方向（Ｙ方向）に沿って延在
する。
【００４１】
　中継電極ＱＣ１は、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ３を介して駆動トランジスターＴ
ｄｒのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極Ｑ
Ｃ２は、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ４を介して駆動トランジスターＴｄｒのゲート
層ｄｒに導通する。中継電極ＱＣ３は、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ５を介して発光
制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに
導通する。
【００４２】
　絶縁層ＬＣは、信号線２６と、複数の中継電極ＱＣ（ＱＣ１，ＱＢ２，ＱＣ３）とが形
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成された絶縁層ＬＢの面上に形成される。図４および図９から理解される通り、絶縁層Ｌ
Ｃの面上には、第１電源線層４１と、複数の中継電極ＱＤ（ＱＤ１，ＱＤ２）とが形成さ
れる。第１電源線層４１は、多層配線層内の配線（図示略）を介して、高位側の電源電位
Ｖｅｌが供給される実装端子３６に導通する。なお、第１電源線層４１は、図１に示す第
１領域１２の表示領域１６内に形成される。また、図示を省略するが、第１領域１２の周
辺領域１８内にも別の電源線層が形成される。この電源線層は、多層配線層内の配線（図
示略）を介して、低位側の電源電位Ｖｃｔが供給される実装端子３６に導通する。第１電
源線層４１および低位側の電源電位Ｖｃｔが供給される電源線層は、例えば銀やアルミニ
ウムを含有する導電材料で例えば１００ｎｍ程度の膜厚に形成される。
【００４３】
　図４、図８および図９から理解される通り、中継電極ＱＤ１は、絶縁層ＬＣを貫通する
導通孔ＨＤ２を介して中継電極ＱＣ２に導通する。したがって、図４、図６ないし図８か
ら理解される通り、中継電極ＱＤ１は、導通孔ＨＤ２と、中継電極ＱＣ２と、絶縁層ＬＢ
を貫通する導通孔ＨＣ４と、中継電極ＱＢ２と、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ３とを
介して、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに導通する。
【００４４】
　図４、図８および図９から理解される通り、中継電極ＱＤ２は、絶縁層ＬＣを貫通する
導通孔ＨＤ３を介して中継電極ＱＣ３に導通する。したがって、図４ないし図８から理解
される通り、中継電極ＱＤ２は、導通孔ＨＤ３と、中継電極ＱＣ３と、絶縁層ＬＢを貫通
する導通孔ＨＣ５と、中継電極ＱＢ６と、絶縁膜Ｌ０および絶縁層ＬＡを貫通する導通孔
ＨＡ８とを介して、発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域を形
成する能動領域１０Ａに導通する。後述するように、中継電極ＱＤ２よりも上層には複数
の中継電極と導通孔が形成され、中継電極ＱＤ２はこれらの中継電極と導通孔を介して画
素電極と導通する。したがって、中継電極ＱＤ２と発光制御トランジスターＴｅｌのドレ
イン領域またはソース領域との導通部は、画素電極導通部として機能している。
【００４５】
　第１電源線層４１は、前述の通り高位側の電源電位Ｖｅｌが供給される電源配線であり
、図９から理解される通り、画素電極導通部（発光制御トランジスターＴｅｌと中継電極
ＱＤ２の導通部）および駆動トランジスターＴｄｒのゲート層導通部（駆動トランジスタ
ーＴｄｒと中継電極ＱＤ１の導通部）を取り囲むように配置される。また、第１電源線層
４１は、Ｘ方向およびＹ方向において隣り合う表示画素Ｐｅ間において隙間なく連続して
形成されたパターンである。
【００４６】
　図４、図８および図９から理解される通り、表示領域１６内に形成された第１電源線層
４１は、絶縁層ＬＣを貫通する導通孔ＨＤ１を介して中継電極ＱＣ１に導通する。したが
って、図４ないし図８から理解される通り、第１電源線層４１は、絶縁層ＬＢを貫通する
導通孔ＨＣ３と、中継電極ＱＢ４と、絶縁膜Ｌ０および絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＡ
５とを介して駆動トランジスターＴｄｒのソース領域またはドレイン領域を形成する能動
領域１０Ａに導通する。
【００４７】
　絶縁層ＬＤ０は、第１電源線層４１と、複数の中継電極ＱＤ（ＱＤ１，ＱＤ２）とが形
成された絶縁層ＬＣの面上に形成される。図４および図１０から理解される通り、絶縁層
ＬＤ０の面上には、容量電極層ＣＡ０が形成される。さらに、図４および図１０から理解
される通り、容量電極層ＣＡ０が形成された絶縁層ＬＤ０の面上には、絶縁層ＬＤ１が形
成される。絶縁層ＬＤ１の面上には、容量電極層ＣＡ０と接続された容量電極層ＣＡ１と
、複数の中継電極ＱＥ（ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ３，ＱＥ４）とが形成される。容量電極層
ＣＡ１は、図１０から理解される通り、Ｙ方向においては、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，Ｑ
Ｅ３と所定の間隔を有し、かつ、中継電極ＱＥ４とも所定の間隔を有して配置され、Ｘ方
向においては、隣り合う表示画素Ｐｅの容量電極層ＣＡ１と所定の間隔を有して配置され
た矩形の容量電極層である。容量電極層ＣＡ１は、平面視において、駆動トランジスター
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Ｔｄｒ、選択トランジスターＴｓｌ、補償トランジスターＴｃｍｐ、および発光制御トラ
ンジスターＴｅｌと重なるように配置される。図４および図１０から理解される通り、容
量電極層ＣＡ１は、絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＤ１を貫通する導通孔ＨＥ４を介して中
継電極ＱＤ１に導通する。したがって、容量電極層ＣＡ１は、図４、図６ないし図１０か
ら理解される通り、導通孔ＨＥ４と、中継電極ＱＤ１と、導通孔ＨＤ２と、中継電極ＱＣ
２と、導通孔ＨＣ４と、中継電極ＱＢ２と、導通孔ＨＢ３とを介して、駆動トランジスタ
ーＴｄｒのゲート層Ｇｄｒと導通する。容量電極層ＣＡ０は、絶縁層ＬＤ１を貫通する複
数の導通孔ＨＥ７０を介して容量電極層ＣＡ１と接続される。容量電極層ＣＡ０は、絶縁
層ＬＤ０および絶縁層ＬＤ１を貫通する導通孔ＨＥ４を取り囲む領域を有する。容量電極
層ＣＡ０は、容量電極層ＣＡ１とほぼ同じ大きさの矩形の容量電極層である。容量電極層
ＣＡ０と容量電極層ＣＡ１は、絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＤ１により第１電源線層４１
と絶縁されている。容量電極層ＣＡ０は、図４から理解される通り、容量電極層ＣＡ１か
ら吊り下げられた構造を有している。容量電極層ＣＡ０は、容量電極層ＣＡ１を介して駆
動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに導通する。また、容量電極層ＣＡ０が絶縁層
ＬＤ０を介して対向する第１電源線層４１は駆動トランジスターＴｄｒのソース領域また
はドレイン領域と導通する。したがって、容量電極層ＣＡ０は、図２および図３に示す容
量素子Ｃの第１容量電極Ｃ１に相当する。第１電源線層４１は、図２および図３に示す容
量素子Ｃの第２容量電極Ｃ２に相当する。このような容量素子Ｃの第１容量電極Ｃ１を構
成する容量電極層ＣＡ０を、容量電極層ＣＡ１から吊り下げられた構造とすることにより
、容量電極層ＣＡ１を単独で用いる場合と比して、容量素子Ｃの誘電体膜を薄くすること
ができ、容量素子Ｃの容量を大きくすることができる。あるいは、容量素子Ｃの配置の自
由度を増すことができる。
【００４８】
　図４および図１０から理解される通り、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ３は、絶縁層Ｌ
Ｄ０および絶縁層ＬＤ１を貫通する導通孔ＨＥ１，ＨＥ２，ＨＥ３を介してそれぞれ電源
線層４１と導通する。図４、図９および図１０から理解される通り、中継電極ＱＥ３は、
さらに、導通孔ＨＥ３と、導通孔ＨＤ１と、中継電極ＱＣ１と、導通孔ＨＣ３と、中継電
極ＱＢ４と、導通孔ＨＡ５とを介して駆動トランジスターＴｄｒのソース領域またはドレ
イン領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【００４９】
　図４、図９および図１０から理解される通り、中継電極ＱＥ４は、絶縁層ＬＤ０および
絶縁層ＬＤ１を貫通する導通孔ＨＥ５を介して中継電極ＱＤ２に導通する。したがって、
中継電極ＱＥ４は、画素電極導通部を構成する中継電極の一つであり、図４ないし図１０
から理解される通り、導通孔ＨＥ５と、中継電極ＱＤ２と、導通孔ＨＤ３と、中継電極Ｑ
Ｃ３と、導通孔ＨＣ５と、中継電極ＱＢ６と、導通孔ＨＡ８とを介して、発光制御トラン
ジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【００５０】
　絶縁層ＬＥ０は、容量電極層ＣＡ１と、複数の中継電極ＱＥ（ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ３
，ＱＥ４）とが形成された絶縁層ＬＤ１の面上に形成される。図４および図１１から理解
される通り、絶縁層ＬＥ０の面上には、上部電源線層４３－０が形成される。さらに、図
４および図１１から理解される通り、上部電源線層４３－０が形成された絶縁層ＬＥ０の
面上には、絶縁層ＬＥ１が形成される。
【００５１】
　絶縁層ＬＥ１の表面には平坦化処理が実行される。平坦化処理には、化学機械研磨（CM
P：Chemical Mechanical Polishing）等の公知の表面処理技術が任意に採用される。平坦
化処理で高度に平坦化された絶縁層ＬＥ１の表面には、図４および図１１に例示される通
り、上部電源線層４３－０と接続された上部電源線層４３－１と、中継電極ＱＦ１とが形
成される。図４、図１０および図１１から理解される通り、中継電極ＱＦ１は、絶縁層Ｌ
Ｅ０および絶縁層ＬＥ１を貫通する導通孔ＨＦ４を介して中継電極ＱＥ４に導通する。し
たがって、中継電極ＱＦ１は、画素電極導通部を構成する中継電極の一つであり、図４な



(14) JP 6459318 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

いし図１１から理解される通り、導通孔ＨＦ４と、中継電極ＱＥ４と、導通孔ＨＥ５と、
中継電極ＱＤ２と、導通孔ＨＤ３と、中継電極ＱＣ３と、導通孔ＨＣ５と、中継電極ＱＢ
６と、導通孔ＨＡ８とを介して、発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソ
ース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【００５２】
　上部電源線層４３－１は、図１１から理解される通り、画素電極導通部（発光制御トラ
ンジスターＴｅｌと中継電極ＱＦ１の導通部）を取り囲むように配置される。また、上部
電源線層４３－１は、Ｘ方向およびＹ方向において隣り合う表示画素Ｐｅ間において隙間
なく連続して形成されたパターンである。本実施形態においては、上部電源線層４３－１
は、反射層としても機能しており、例えば銀やアルミニウムを含有する光反射性の導電材
料で例えば１００ｎｍ程度の膜厚に形成される。上部電源線層４３－１は、光反射性の導
電材料で形成され、図１１に示すように各トランジスターＴ、各配線、及び各中継電極を
覆うように配置される。したがって、外光の侵入が上部電源線層４３－１により防止され
、光照射に起因した各トランジスターＴの電流リークを防止できるという利点がある。
【００５３】
　図４から理解される通り、上部電源線層４３－０は、絶縁層ＬＥ１を貫通する複数の導
通孔ＨＦ７０を介して上部電源線層４３－１と接続される。図１１から理解される通り、
上部電源線層４３－０は、Ｙ方向においては、導通孔ＨＦ１，ＨＦ２，ＨＦ３と所定の間
隔を有し、かつ、中継電極ＱＦ１とも所定の間隔を有して配置され、Ｘ方向においては、
隣り合う表示画素Ｐｅの上部電源線層４３－０と所定の間隔を有して配置された矩形の電
極層である。上部電源線層４３－０と上部電源線層４３－１は、絶縁層ＬＥ０および絶縁
層ＬＥ１により容量電極層ＣＡ１と絶縁されている。上部電源線層４３－０は、図４から
理解される通り、上部電源線層４３－１から吊り下げられた構造を有している。上部電源
線層４３－０は、上部電源線層４３－１を介して第１電源線層４１に導通すると共に、駆
動トランジスターＴｄｒのソース領域またはドレイン領域に導通する。また、上部電源線
層４３－０は、絶縁層ＬＥ０および絶縁層ＬＤ１を介して容量電極層ＣＡ０と対向する。
容量電極層ＣＡ０は、容量電極層ＣＡ１を介して駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇ
ｄｒに導通する。したがって、上部電源線層４３－０は、図２および図３に示す容量素子
Ｃの第２容量電極Ｃ２に相当し、容量電極層ＣＡ０は図２および図３に示す容量素子Ｃの
第１容量電極Ｃ１に相当する。したがって、容量素子Ｃの第２容量電極Ｃ２を構成する上
部電源線層４３－０を上部電源線層４３－１から吊り下げた構造とすることにより、容量
素子Ｃの誘電体膜を薄くでき、容量素子Ｃの容量を大きくすることができる。上部電源線
層４３－１を単独で用いる場合と比して、配置の自由度を増すことができる。また、この
例では、容量素子Ｃの第１容量電極Ｃ１を構成する容量電極層ＣＡ０も上述したように容
量電極層ＣＡ１から吊り下げた構造なので、全体として容量素子Ｃの容量をより一層大き
くすることができる。以上のように、本実施形態では、第１電源線層４１と絶縁層ＬＤ０
と容量電極層ＣＡ０とから構成される容量素子Ｃと、容量電極層ＣＡ０と絶縁層ＬＤ１お
よび絶縁層ＬＥ０と上部電源線層４３－０とから構成される容量素子Ｃとが、積層方向（
Ｚ方向）において積層された構成となっている。
【００５４】
　上部電源線層４３－１は、図１０および図１１から理解される通り、絶縁層ＬＥ０およ
び絶縁層ＬＥ１を貫通する導通孔ＨＦ１，ＨＦ２，ＨＦ３を介して、中継電極ＱＥ１，Ｑ
Ｅ２，ＱＥ３に導通する。したがって、上部電源線層４３－１は、図９ないし図１１から
理解される通り、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ３と、導通孔ＨＦ１，ＨＦ２，ＨＦ３と
、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ３と、絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＤ１を貫通する導通
孔ＨＥ１，ＨＥ２，ＨＥ３を介して、上部電源線層４３－０に導通する。このように、本
実施形態においては、導通孔ＨＦ１，ＨＦ２，ＨＦ３と、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ
３と、導通孔ＨＦ１，ＨＦ２，ＨＦ３と、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ３と、導通孔Ｈ
Ｅ１，ＨＥ２，ＨＥ３とから電源間導通部が構成されている。電源間導通部は、走査線２
２の延在方向（Ｘ方向）に並ぶように設けられている。
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【００５５】
　絶縁層ＬＦは、上部電源線層４３－１と、中継電極ＱＦ１とが形成された絶縁層ＬＥ１
の面上に形成される。図４および図１２から理解される通り、絶縁層ＬＦの面上には、中
継電極ＱＧ１が形成される。中継電極ＱＧ１は、絶縁層ＬＦを貫通する導通孔ＨＧ１を介
して中継電極ＱＦ１に導通する。したがって、中継電極ＱＧ１は、画素電極導通部を構成
する中継電極の一つであり、図４ないし図１２から理解される通り、導通孔ＨＧ１と、中
継電極ＱＦ１と、導通孔ＨＦ４と、中継電極ＱＥ４と、導通孔ＨＥ５と、中継電極ＱＤ２
と、導通孔ＨＤ３と、中継電極ＱＣ３と、導通孔ＨＣ５と、中継電極ＱＢ６と、導通孔Ｈ
Ａ８とを介して、発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域を形成
する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＧ１は、第１電源線層４１と中継電極ＱＤ２
との間隙、上部電源線層４３－１と中継電極ＱＦ１との間隙を平面視覆うように配置され
る。したがって、外光の侵入が中継電極ＱＧ１により防止され、光照射に起因した各トラ
ンジスターＴの電流リークを防止できるという利点がある。
【００５６】
　図４に例示される通り、中継電極ＱＧ１が形成された絶縁層ＬＦの面上には光路調整層
６０が形成される。光路調整層６０は、各表示画素Ｐｅの共振構造の共振波長（すなわち
表示色）を規定する光透過性の膜体である。表示色が同じ画素では、共振構造の共振波長
は略同じであり、表示色が異なる画素では、共振構造の共振波長は異なるように設定され
る。
【００５７】
　図４および図１３に例示される通り、光路調整層６０の面上には、表示領域１６内の表
示画素Ｐｅ毎の第１電極Ｅ１が形成される。第１電極Ｅ１は、例えばＩＴＯ（Indium Tin
 Oxide）等の光透過性の導電材料で形成される。第１電極Ｅ１は、図２および図３を参照
して前述した通り、発光素子４５の陽極として機能する略矩形状の電極（画素電極）であ
る。第１電極Ｅ１は、図４および図１３から理解される通り、表示画素Ｐｅ毎に光路調整
層６０に形成された導通孔ＨＨ１を介して中継電極ＱＧ１に導通する。したがって、図４
ないし図１３から理解される通り、第１電極Ｅ１は、光路調整層６０を貫通する導通孔Ｈ
Ｈ１と、中継電極ＱＧ１と、導通孔ＨＧ１と、中継電極ＱＦ１と、導通孔ＨＦ４と、中継
電極ＱＥ４と、導通孔ＨＥ５と、中継電極ＱＤ２と、導通孔ＨＤ３と、中継電極ＱＣ３と
、導通孔ＨＣ５と、中継電極ＱＢ６と、導通孔ＨＡ８とを介して、発光制御トランジスタ
ーＴｅｌのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【００５８】
　第１電極Ｅ１が形成された光路調整層６０の面上には、図４および図１４に例示される
通り、基板１０の全域にわたり画素定義層６５が形成される。画素定義層６５は、例えば
珪素化合物（典型的には窒化珪素や酸化珪素）等の絶縁性の無機材料で形成される。図１
４から理解される通り、画素定義層６５には、表示領域１６内の各第１電極Ｅ１に対応す
る開口部６５Ａが形成される。画素定義層６５のうち開口部６５Ａの内周縁の近傍の領域
は第１電極Ｅ１の周縁に重なる。すなわち、開口部６５Ａの内周縁は平面視で第１電極Ｅ
１の周縁の内側に位置する。各開口部６５Ａは、平面形状（矩形状）やサイズが共通し、
かつ、Ｘ方向およびＹ方向の各々にわたり共通のピッチで行列状に配列する。以上の説明
から理解される通り、画素定義層６５は平面視で格子状に形成される。尚、開口部６５Ａ
の平面形状やサイズは、表示色が同じであれば同じであり、表示色が異なる場合は異なる
ようにしてもよい。また、開口部６５Ａのピッチは、表示色が同じ開口部同士では同じで
あり、表示色が異なる開口部間では異なるようにしてもよい。
【００５９】
　その他にも、詳細な説明は省略するが、第１電極Ｅ１の上層には、発光機能層４６、第
２電極Ｅ２、および封止体４７が積層され、以上の各要素が形成された基板１０の表面に
は封止基板（図示略）が例えば接着剤で接合される。封止基板は、基板１０上の各要素を
保護するための光透過性の板状部材（例えばガラス基板）である。なお、封止基板の表面
または封止体４７の表面に表示画素Ｐｅ毎にカラーフィルターを形成することも可能であ
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る。
【００６０】
　以上に説明した通り、本実施形態では、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに
接続された容量電極層ＣＡ１と、容量電極層ＣＡ１に接続された容量電極層ＣＡ０は、駆
動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒよりも上層に設けられており、容量電極層ＣＡ
１および容量電極層ＣＡ０と、補償トランジスターＴｃｍｐおよび選択トランジスターＴ
ｓｌのドレイン領域またはソース領域に接続された信号線２６との間に、第１電源線層４
１が配置されるように構成されている。第１電源線層４１は、画素電極である第１電極Ｅ
１と発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域との導通部、すなわ
ち、画素電極導通部と、駆動トランジスターＴｄｒのゲート導通部とを除き、ほぼ全面に
亘って形成されている。したがって、ノイズの発生源となる信号線２６と、駆動トランジ
スターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに接続された容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０と
の間のカップリングが抑制される。
【００６１】
　また、信号線２６の下層には、選択トランジスターＴｓｌのゲート層Ｇｓｌに接続され
た走査線２２が配置されているが、これらの走査線２２および信号線２６と、容量電極層
ＣＡ１および容量電極層ＣＡ１との間に、第１電源線層４１が配置されるように構成され
ている。第１電源線層４１は、信号線２６だけでなく、走査線２２も覆うように、ほぼ全
面に亘って形成されている。したがって、ノイズの発生源となる走査線２２および信号線
２６と、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに接続された容量電極層ＣＡ１およ
び容量電極層ＣＡ０との間のカップリングが抑制される。
【００６２】
　本実施形態では、容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０と、画素電極である第１電
極Ｅ１との間には、上部電源線層４３－１および上部電源線層４３－０が配置されている
。上部電源線層４３－１および上部電源線層４３－０は、上述した画素導通部を除き、ほ
ぼ全面に亘って形成されている。したがって、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄ
ｒに接続された容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０と、画素電極である第１電極Ｅ
１との間のカップリングが抑制される。
【００６３】
　画素電極である第１電極Ｅ１と発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレ
イン領域との導通部、すなわち、画素電極導通部は、絶縁膜Ｌ０および絶縁層ＬＡを貫通
する導通孔ＨＡ８、中継電極ＱＢ６、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ５、中継電極ＱＣ
３、絶縁層ＬＣを貫通する導通孔ＨＤ３、中継電極ＱＤ２、絶縁層ＬＤ０および絶縁層Ｌ
Ｄ１を貫通する導通孔ＨＥ５、中継電極ＱＥ４、絶縁層ＬＥ０および絶縁層ＬＥ１を貫通
する導通孔ＨＦ４、中継電極ＱＦ１、絶縁層ＬＦを貫通する導通孔ＨＧ１、および中継電
極ＱＧ１により構成されている。これらは、発光制御トランジスターＴｅｌのソース配線
またはドレイン配線として機能している。つまり、第１電極Ｅ１と発光制御トランジスタ
ーＴｅｌのソース領域またはドレイン領域との導通部は、第１電源線層４１と、容量電極
層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０と、上部電源線層４３－１および上部電源線層４３－０
とを貫いて設けられた発光制御トランジスターＴｅｌのソース配線またはドレイン配線に
より構成されている。そして、画素電極である第１電極Ｅ１は、光路調整層６０を貫通す
る導通孔ＨＨ１を介して発光制御トランジスターＴｅｌのソース配線またはドレイン配線
に接続されている。したがって、画素電極を発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域
またはドレイン領域の層まで延ばして導通を図る場合と比して、低抵抗で発光制御トラン
ジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域と画素電極である第１電極Ｅ１とを接続
することができる。
【００６４】
　駆動トランジスターＴｄｒと第１電源線層４１をつなぐ導通部は、絶縁膜Ｌ０および絶
縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＡ５、中継電極ＱＢ４、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ３
、中継電極ＱＣ１、絶縁層ＬＣを貫通する導通孔ＨＤ１より構成されている。この導通部
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は、駆動トランジスターＴｄｒのソース配線またはドレイン配線として機能する。このよ
うに構成することにより、第１電源線層４１を下層に延ばして導通を図る場合と比して、
低抵抗で駆動トランジスターＴｄｒと第１電源線層４１とを接続することができる。駆動
トランジスターＴｄｒと上部電源線層４３－０をつなぐ導通部は、絶縁膜Ｌ０および絶縁
層ＬＡを貫通する導通孔ＨＡ５、中継電極ＱＢ４、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ３、
中継電極ＱＣ１、絶縁層ＬＣを貫通する導通孔ＨＤ１、第１電源線層４１、絶縁層ＬＤ０
および絶縁層ＬＤ１を貫通する導通孔ＨＥ１，ＨＥ２，ＨＥ３、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２
，ＱＥ３と、導通孔ＨＦ１，ＨＦ２，ＨＦ３と、及び上部電源線層４３－０より構成され
ている。このように構成することにより、上部電源線層４３－０を下層に延ばして導通を
図る場合と比して、低抵抗で駆動トランジスターＴｄｒと上部電源線層４３－０とを接続
することができる。
【００６５】
　駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒと容量電極層ＣＡ０をつなぐ導通部は、絶
縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ３、中継電極ＱＢ２、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ４
、中継電極ＱＣ２、絶縁層ＬＣを貫通する導通孔ＨＤ２、中継電極ＱＤ１、絶縁層ＬＤ０
および絶縁層ＬＤ１を貫通する導通孔ＨＥ４、容量電極層ＣＡ１より構成されている。こ
の導通部は、選択トランジスターＴｓｌのソース配線またはドレイン配線であり、走査線
２２、信号線２６、第１電源線層４１等が形成された層を貫いて設けられている。したが
って、容量電極層ＣＡ０を下層に延ばして導通を図る場合と比較して、低抵抗で駆動トラ
ンジスターＴｄｒと容量電極層ＣＡ１とをつなぐことができる。
【００６６】
　容量素子Ｃについては、上述したように、上部電源線層４３－０を第２容量電極Ｃ２と
し、容量電極層ＣＡ０を第１容量電極Ｃ１とする第１の容量素子Ｃ－１と、第１電源線層
４１を第２容量電極（電源側容量電極）Ｃ２とし、容量電極層ＣＡ０を第１容量電極Ｃ１
とする第２の容量素子Ｃ－２との２種類の容量素子が積層方向（Ｚ方向）に積層された構
成となっている。第１の容量素子Ｃ－１においては、第２容量電極Ｃ２である上部電源線
層４３－０は、上部電源線層４３－１に電気的に接続され、かつ、上部電源線層４３－１
より下層に配置された構成となっている。上述した例では、一例として、上部電源線層４
３－１から吊り下げた構造によりこの配置を実現している。したがって、第２容量電極Ｃ
２として、中継電極と同層に形成される上部電源線層４３－１自体を用いる場合と比して
、第１の容量素子Ｃ－１の誘電体膜を薄くすることができ、第１の容量素子Ｃ－１の容量
を大きくすることができる。あるいは、第１の容量素子Ｃ－１の配置の自由度を高めるこ
とができる。
【００６７】
　第２の容量素子Ｃ－２においては、第１容量電極（ゲート電極側容量電極）Ｃ１である
容量電極層ＣＡ０は、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに接続されたゲート配
線である容量電極層ＣＡ１に電気的に接続され、かつ、容量電極層ＣＡ１より下層に配置
された構成となっている。上述した例では、一例として、容量電極層ＣＡ１から吊り下げ
た構造によりこの配置を実現している。したがって、第１容量電極（ゲート電極側容量電
極）Ｃ１として、中継電極と同層に形成される容量電極層ＣＡ１自体を用いる場合と比し
て、第２の容量素子Ｃ－２の誘電体膜を薄くすることができ、第２の容量素子Ｃ－２の容
量を大きくすることができる。あるいは、第２の容量素子Ｃ－２の配置の自由度を高める
ことができる。
【００６８】
　また、第２の容量素子Ｃ－２においては、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒ
に接続された第１容量電極（ゲート電極側容量電極）Ｃ１に相当する容量電極層ＣＡ０は
、第２容量電極Ｃ２に相当する上部電源線層４３－０と、走査線２２が形成された層との
間に配置している。すなわち、走査線２２が形成された層側に容量素子Ｃの第１容量電極
（ゲート電極側容量電極）Ｃ１が配置されることになる。したがって、走査線２２が形成
された層や上部電源線層４３－０とは別に容量電極が形成できるため、設計の自由度を高
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めることができる。
【００６９】
　第２の容量素子Ｃ－２においては、第１容量電極（ゲート電極側容量電極）Ｃ１に相当
する容量電極層ＣＡ０は、第２容量電極（電源側容量電極）Ｃ２としての第１電源線層４
１と、画素電極である第１電極Ｅ１との間に配置している。すなわち、画素電極側に容量
素子Ｃのうちのゲート電位側に接続される第１容量電極（ゲート電極側容量電極）Ｃ１が
配置される。また、ゲート電極であるゲート層Ｇｄｒが形成された層と、第１容量電極（
ゲート電極側容量電極）Ｃ１が形成された層との間には、第２容量電極（電源側容量電極
）Ｃ２としての第１電源線層４１が配置されている。この配置を採用することにより、画
素電極である第１電極Ｅ１に対する走査線２２によるノイズを低減できる。また、画素電
極である第１電極Ｅ１や第１電源線層４１とは別に容量電極が形成できるため、設計の自
由度を高めることができる。さらに、画素電極である第１電極Ｅ１（発光制御トランジス
ターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域）の電位は駆動トランジスターＴｄｒや発光
素子４５の電位に応じて設定されるため、容量電極である第１容量電極（ゲート電極側容
量電極）Ｃ１の電位は、走査線２２側に配置する場合と比して階調電位による変動を受け
にくい。
【００７０】
　第１の容量素子Ｃ－１および第２の容量素子Ｃ－２は、平面視において、選択トランジ
スターＴｓｌ、発光制御トランジスターＴｅｌ、補償トランジスターＴｃｍｐ、および駆
動トランジスターＴｄｒのそれぞれと重なる位置に設けられている。したがって、容量素
子の容量を確保しつつ、画素の高密度化を実現することができる。このように、本実施形
態によれば、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒよりも上の層を有効に活用して
、高密度な画素のための画素構造を提供することができる。
【００７１】
　図４、図９ないし図１１から理解される通り、第１の電源側容量電極としての第１電源
線層４１と、第２の電源側容量電極としての上部電源線層４３－０に接続された上部電源
線層４３－１との導通を図る電源間導通部は、絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＤ１を貫通す
る導通孔ＨＥ１，ＨＥ２，ＨＥ３と、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ３と、絶縁層ＬＥ０
および絶縁層ＬＥ１を貫通する導通孔ＨＦ１，ＨＦ２，ＨＦ３とから構成されている。つ
まり、電源間導通部は、走査線２２の延在方向（Ｘ方向）に並ぶように設けられているた
め、したがって、第１電源線層４１と上部電源線層４３－１との間に配置される容量電極
層４３－１および容量電極層４３－０と、Ｙ方向において隣り合う表示画素Ｐｅにおける
容量電極層４３－１および容量電極層４３－０との間に、電源間導通部が配置されること
になり、隣り合う容量電極層間のカップリングが抑制されることになる。
【００７２】
　電源間導通部は、図１５および図１６に例示されるように、走査線２２の延在方向（Ｘ
方向）に並ぶように設けるだけでなく、信号線２６の延在方向（Ｙ方向）に並ぶように設
けてもよい。図１５は図１０に対応する図であり、図１６は図１１に対応する図である。
図１５に示す例では、図１０と同様に、電源間導通部は、絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＤ
１を貫通する導通孔ＨＥ１，ＨＥ２，ＨＥ３と、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ３と、絶
縁層ＬＥ０および絶縁層ＬＥ１を貫通する導通孔ＨＦ１，ＨＦ２，ＨＦ３とから構成され
ており、走査線２２の延在方向（Ｘ方向）に並ぶように設けられている。さらに、図１５
から理解されるように、電源間導通部は、絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＤ１を貫通する導
通孔ＨＥ６，ＨＥ７，ＨＥ８，ＨＥ９，ＨＥ１０，ＨＥ１１と、中継電極ＱＥ５，ＱＥ６
，ＱＥ７，ＱＥ８，ＱＥ９，ＱＥ１０と、絶縁層ＬＥ０および絶縁層ＬＥ１を貫通する導
通孔ＨＦ５，ＨＦ６，ＨＦ７，ＨＦ８，ＨＦ９，ＨＦ１０とから構成されており、信号線
２６の延在方向（Ｙ方向）に並ぶように設けられている。中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ
３，ＱＥ５，ＱＥ６，ＱＥ７，ＱＥ８，ＱＥ９，ＱＥ１０は、絶縁層ＬＤ０および絶縁層
ＬＤ１を貫通する導通孔ＨＥ１，ＨＥ２，ＨＥ３，ＨＥ６，ＨＥ７，ＨＥ８，ＨＥ９，Ｈ
Ｅ１０，ＨＥ１１を介して第１電源線層４１に導通する。また、図１６から理解されるよ
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うに、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ３，ＱＥ５，ＱＥ６，ＱＥ７，ＱＥ８，ＱＥ９，Ｑ
Ｅ１０は、絶縁層ＬＥ０および絶縁層ＬＥ１を貫通する導通孔ＨＦ１，ＨＦ２，ＨＦ３，
ＨＦ５，ＨＦ６，ＨＦ７，ＨＦ８，ＨＦ９，ＨＦ１０を介して、上部電源線層４３－１に
導通する。したがって、第１電源線層４１と上部電源線層４３－１との間に配置される容
量電極層４３－１および容量電極層４３－０と、Ｙ方向において隣り合う表示画素Ｐｅに
おける容量電極層４３－１および容量電極層４３－０との間だけでなく、容量電極層４３
－１および容量電極層４３－０と、Ｘ方向において隣り合う表示画素Ｐｅにおける容量電
極層４３－１および容量電極層４３－０との間においても、電源間導通部が配置されるこ
とになり、Ｙ方向およびＸ方向において隣り合う容量電極層間のカップリングが抑制され
ることになる。
【００７３】
　なお、本実施形態においては、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒが形成され
た層の上層に、走査線２２、制御線２７、制御線２８、およびトランジスター同士を接続
する中継電極が配置されている。したがって、これよりも上の層においては、画素電極導
通部や駆動トランジスターＴｄｒのゲート導通部を除き、容量素子、電源線層、信号線な
どを自由に配置することができる。特に、トランジスターのチャネル長方向を制御線と交
差する方向とし、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒ上の絶縁層ＬＡ上に走査線
２２走査線２２、制御線２７、制御線２８等を配置することが好ましい。このようにすれ
ば、走査線２２、制御線２７、制御線２８等を、選択トランジスターＴｓｌ、補償トラン
ジスターＴｃｍｐ、発光制御トランジスターＴｅｌの上の層に配置することができる。ま
た、このような層構造により、走査線２２、制御線２７、制御線２８等と交差する電源線
層４１や信号線２６等を絶縁層ＬＢ上に配置しやすくなる。
【００７４】
＜第２実施形態＞
　図１７ないし図２１を参照しつつ本発明の第２実施形態を説明する。なお、以下に例示
する各形態において作用や機能が第１実施形態と同様である要素については、第１実施形
態の説明で参照した符号を流用して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
【００７５】
　図１７は本実施形態における有機エレクトロルミネッセンス装置１００の断面図であり
、第１実施形態における図４の断面図に対応している。図１７と図４を比較すると明らか
なように、本実施形態は、上部電源線層４３－１および上部電源線層４３－０が設けられ
ておらず、その代わりに、画素電極としての第１電極Ｅ１に接続された反射層５５が設け
られている。本実施形態においては、基板１０に形成される各トランジスターＴ（Ｔｄｒ
，Ｔｓｌ，Ｔｅｌ，Ｔｃｍｐ）の能動領域１０Ａから、絶縁層ＬＣ上に形成される第１電
源線層４１までの層構造は図５ないし図９に示す第１実施形態における層構造と共通なの
で説明を省略する。図１８は、第１実施形態における図１０に対応する平面図、図２０は
、第１実施形態における図１３に対応する平面図、図２１は、第１実施形態における図１
４に対応する平面図である。図１９は本実施形態の特徴部分である反射層５５を示す平面
図である。
【００７６】
　本実施形態においても、図１７および図１８から理解される通り、第１電源線層４１が
形成された絶縁層ＬＣの面上には、絶縁層ＬＤ０が形成され、絶縁層ＬＤ０の面上には、
容量電極層ＣＡ０が形成される。容量電極層ＣＡ０が形成された絶縁層ＬＤ０の面上には
絶縁層ＬＤ１が形成され、絶縁層ＬＤ１の面上には容量電極層ＣＡ０と接続された容量電
極層ＣＡ１が形成される。ここまでの層構造は第１実施形態と共通である。そして、図１
０に対し、電源間導通部（絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＤ１を貫通する導通孔ＨＥ１，Ｈ
Ｅ２，ＨＥ３、中継電極ＱＥ１，ＱＥ２，ＱＥ３、絶縁層ＬＥ０および絶縁層ＬＥ１を貫
通する導通孔ＨＦ１，ＨＦ２，ＨＦ３）が省略されている点で異なり、容量電極層ＣＡ０
および容量電極層ＣＡ１は電源間導通部が設けられていた領域に延ばされて配置されてい
る。したがって、第１電源線層４１と絶縁層ＬＤ０と容量電極層ＣＡ０とから構成される
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容量素子Ｃの容量は、第１実施形態と比して大きくすることができる。
【００７７】
　本実施形態では、容量電極層ＣＡ１が形成された絶縁層ＬＤ１の面上には絶縁層ＬＥ０
が形成され、絶縁層ＬＥ０の面上には、図１８および図１９から理解されるように、反射
層５５が形成される。反射層５５は、第１電極Ｅ１と同様、表示画素Ｐｅ毎に個別に形成
されている。反射層５５は、例えば銀やアルミニウムを含有する光反射性の導電材料で例
えば１００ｎｍ程度の膜厚に形成される。図１７ないし図１９から理解されるように、反
射層５５は、絶縁層ＬＥ０を貫通する導通孔ＨＦ４を介して中継電極ＱＥ４に導通する。
中継電極ＱＥ４は第１実施形態で説明したように画素電極導通部を構成する電極である。
【００７８】
　反射層５５が形成された絶縁層ＬＥ０の面上には、光路調整層６０が形成される。光路
調整層６０は、第１実施形態と同様に、各表示画素Ｐｅの共振構造の共振波長（すなわち
表示色）を規定する光透過性の膜体である。表示色が同じ画素では、共振構造の共振波長
は略同じであり、表示色が異なる画素では、共振構造の共振波長は異なるように設定され
る。
【００７９】
　図１７および図２０に例示される通り、光路調整層６０の面上には、表示領域１６内の
表示画素Ｐｅ毎の第１電極Ｅ１が形成される。第１電極Ｅ１は、例えばＩＴＯ（Indium T
in Oxide）等の光透過性の導電材料で形成される。第１電極Ｅ１は、光路調整層６０を貫
通する導通孔ＨＨ１を介して、反射層５５と導通する。したがって、第１電極Ｅ１は、反
射層５５を介して画素電極導通部と導通する。
【００８０】
　第１電極Ｅ１が形成された光路調整層６０の面上には、図１７および図２１に例示され
る通り、基板１０の全域にわたり画素定義層６５が形成される。画素定義層６５は、例え
ば珪素化合物（典型的には窒化珪素や酸化珪素）等の絶縁性の無機材料で形成される。図
２１から理解される通り、画素定義層６５には、表示領域１６内の各第１電極Ｅ１に対応
する開口部６５Ａが形成される。画素定義層６５のうち開口部６５Ａの内周縁の近傍の領
域は第１電極Ｅ１の周縁に重なる。すなわち、開口部６５Ａの内周縁は平面視で第１電極
Ｅ１の周縁の内側に位置する。各開口部６５Ａは、平面形状（矩形状）やサイズが共通し
、かつ、Ｘ方向およびＹ方向の各々にわたり共通のピッチで行列状に配列する。以上の説
明から理解される通り、画素定義層６５は平面視で格子状に形成される。尚、開口部６５
Ａの平面形状やサイズは、表示色が同じであれば同じであり、表示色が異なる場合は異な
るようにしてもよい。また、開口部６５Ａのピッチは、表示色が同じ開口部同士では同じ
であり、表示色が異なる開口部間では異なるようにしてもよい。
【００８１】
　その他にも、詳細な説明は省略するが、第１電極Ｅ１の上層には、発光機能層４６、第
２電極Ｅ２、および封止体４７が積層され、以上の各要素が形成された基板１０の表面に
は封止基板（図示略）が例えば接着剤で接合される。封止基板は、基板１０上の各要素を
保護するための光透過性の板状部材（例えばガラス基板）である。なお、封止基板の表面
または封止体４７の表面に表示画素Ｐｅ毎にカラーフィルターを形成することも可能であ
る。
【００８２】
　以上のように、本実施形態においては、反射層５５は画素電極としての第１電極Ｅ１と
導通しており、第１電源線層４１との導通はとられていない。したがって、本実施形態に
おいては、容量電極層ＣＡ０と、絶縁層ＬＤ０と、第１電源線層４１とから容量素子Ｃが
構成されている。反射層５５を画素電位とすることで、仮にこれらが短絡したとしても、
表示不良の発生を防止することができる。反射層５５と画素電極としての第１電極Ｅ１と
の間には光路調整層６０が形成されるが、この光路調整層６０が薄い画素があったとして
も反射層５５と画素電極としての第１電極Ｅ１との短絡による表示不良の発生を防止する
ことができる。
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　第１実施形態では、中継電極ＱＧ１は、第１電源線層４１と中継電極ＱＤ２との間隙、
上部電源線層４３－１と中継電極ＱＦ１との間隙を平面視覆うように配置されていたのに
対し、本実施形態では、反射層５５は、第１電源線層４１と中継電極ＱＤ２との間隙を覆
うように配置されている。したがって、外光の侵入が反射層５５により防止され、光照射
に起因した各トランジスターＴの電流リークを防止できるという利点がある。
【００８３】
　その他、第１実施形態との共通の構成については、前述した第１実施形態における効果
と同様な効果を奏することができる。また、第２実施形態においても、第１実施形態で説
明した変形例と同様な変形例が適用可能である。
【００８４】
＜第３実施形態＞
　本発明の第３実施形態を説明する。なお、以下に例示する各形態において作用や機能が
第１実施形態および第２実施形態と同様である要素については、第１実施形態および第２
実施形態の説明で参照した符号を流用して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
【００８５】
　第３実施形態の各表示画素Ｐｅの回路は駆動トランジスターＴｄｒと、選択トランジス
ターＴｓｌと、補償トランジスターＴｃｍｐと発光制御トランジスターＴｅｌを備えてい
る。第１実施形態の回路とは異なり、補償トランジスターＴｃｍｐ補償トランジスターＴ
ｃｍｐのソース領域及びドレイン領域の一方は、駆動トランジスターＴｄｒのゲートノー
ドに接続されている。以下、第３実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００の
具体的な構造について説明する。以下の説明で参照する各図面では、説明の便宜のために
、各要素の寸法や縮尺を実際の有機エレクトロルミネッセンス装置１００とは相違させて
いる。図２２は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の断面図であり、図２３から
図３０は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の各要素を形成する各段階での基板
１０の表面の様子を表示画素Ｐｅの１個分に着目して図示した平面図である。図２３から
図３０のIII－III’線を含む断面に対応した断面図が図２２に相当する。なお、図２３か
ら図３０は平面図であるが、各要素の視覚的な把握を容易化する観点から、図４と共通す
る各要素に図２２と同態様のハッチングが便宜的に付加されている。
【００８６】
　図２２および図２３から理解される通り、珪素等の半導体材料で形成された基板１０の
表面には、表示画素Ｐｅの各トランジスターＴ（Ｔｄｒ，Ｔｓｌ，Ｔｅｌ，Ｔｃｍｐ）の
能動領域１０Ａ（ソース／ドレイン領域）が形成される。能動領域１０Ａにはイオンが注
入される。表示画素Ｐｅの各トランジスターＴ（Ｔｄｒ，Ｔｓｌ，Ｔｅｌ，Ｔｃｍｐ）の
アクティブ層はソース領域とドレイン領域との間に存在し、能動領域１０Ａとは別種類の
イオンが注入されるが、便宜的に能動領域１０Ａと一体に記載している。第１実施形態と
は異なり、駆動トランジスターＴｄｒと発光制御トランジスターＴｅｌの能動領域１０Ａ
およびアクティブ層はチャネル長方向（Ｙ方向）に一直線状に並ぶように配置される。図
２２および図２４から理解される通り、能動領域１０Ａが形成された基板１０の表面は絶
縁膜Ｌ０（ゲート絶縁膜）で被覆され、各トランジスターＴのゲート層Ｇ（Ｇｄｒ，Ｇｓ
ｌ，Ｇｅｌ，Ｇｃｍｐ）が絶縁膜Ｌ０の面上に形成される。各トランジスターＴのゲート
層Ｇは、絶縁膜Ｌ０を挟んでアクティブ層に対向する。
【００８７】
　図２２から理解される通り、各トランジスターＴのゲート層Ｇおよび下部容量電極層Ｃ
Ａ１が形成された絶縁膜Ｌ０の面上には、複数の絶縁層Ｌ（ＬＡ～ＬＤ）と複数の導電層
（配線層）とを交互に積層した多層配線層が形成される。各絶縁層Ｌは、例えば珪素化合
物（典型的には窒化珪素や酸化珪素）等の絶縁性の無機材料で形成される。なお、以下の
説明では、導電層（単層または複数層）の選択的な除去により複数の要素が同一工程で一
括的に形成される関係を「同層から形成される」と表記する。
【００８８】
　絶縁層ＬＡは、各トランジスターＴのゲートＧが形成された絶縁膜Ｌ０の面上に形成さ
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れる。図２２および図２５から理解される通り、絶縁層ＬＡの面上には、走査線２２と、
選択トランジスターＴｓｌの制御線２７と、発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８
と、容量電極層ＣＡ２と、複数の中継電極ＱＢ（ＱＢ３，ＱＢ４，ＱＢ６，ＱＢ７）とが
同層から形成される。
【００８９】
　図２２および図２５から理解される通り、中継電極ＱＢ７は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡ
とを貫通する導通孔ＨＡ１，ＨＡ６，ＨＡ７を介して、それぞれ補償トランジスターＴｃ
ｍｐのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａ、駆動トランジスターＴ
ｄｒのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａ、および発光制御トラン
ジスターＴｄｒのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
したがって、中継電極ＱＢ７は、補償トランジスターＴｃｍｐのドレイン領域またはソー
ス領域と駆動トランジスターＴｄｒのドレイン領域またはソース領域と発光制御トランジ
スターＴｄｒのドレイン領域またはソース領域とを接続する配線部として機能する。
【００９０】
　図２２および図２５から理解される通り、中継電極ＱＢ３は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡ
とを貫通する導通孔ＨＡ４を介して選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソー
ス領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ４は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層Ｌ
Ａとを貫通する導通孔ＨＡ５を介して駆動トランジスターＴｄｒのドレイン領域またはソ
ース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ６は、絶縁層ＬＡと絶縁膜
Ｌ０とを貫通する導通孔ＨＡ８を介して発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域また
はドレイン領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【００９１】
　図２５から理解される通り、走査線２２は、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ２を介し
て選択トランジスターＴｓｌのゲート層Ｇｓｌに導通する。走査線２２は、複数の表示画
素ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁層ＬＢにより、後述する信号線２６からは
電気的に絶縁される。導通孔ＨＢ２は、選択トランジスターＴｓｌのゲート層Ｇｓｌおよ
びアクティブ層と重なるように配置されている。
【００９２】
　図２５から理解される通り、補償トランジスターＴｃｍｐの制御線２７は、絶縁層ＬＡ
を貫通する導通孔ＨＢ１を介して補償トランジスターＴｃｍｐのゲート層Ｇｃｍｐに導通
する。制御線２７は、複数の表示画素ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁層ＬＢ
により後述する信号線２６からは電気的に絶縁される。導通孔ＨＢ１は、補償トランジス
ターＴｃｍｐのゲート層Ｇｃｍｐおよびアクティブ層と重なるように配置されている。
【００９３】
　図２５から理解される通り、発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８は、絶縁層Ｌ
Ａに形成された導通孔ＨＢ４を介して発光制御トランジスターＴｅｌのゲート層Ｇｅｌに
導通する。制御線２８は、複数の表示画素ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁層
ＬＡにより後述する信号線２６からは電気的に絶縁される。導通孔ＨＢ４は、発光制御ト
ランジスターＴｅｌのゲート層Ｇｅｌおよびアクティブ層と重なるように配置されている
。
【００９４】
　図２２および図２５から理解される通り、本実施形態においては、中継電極ＱＢ３，Ｑ
Ｂ４，ＱＢ６，ＱＢ７、および走査線２２、並びに制御線２７，２８と同層に、容量電極
層ＣＡ２が形成されている。容量電極層ＣＡ２は、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ３を
介して、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒと導通する。また、容量電極層ＣＡ
２は、絶縁膜Ｌ０および絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＡ２，ＨＡ３を介して、それぞれ
補償トランジスターＴｃｍｐのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａ
と、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０
Ａに導通する。したがって、容量電極層ＣＡ２は、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層
Ｇｄｒと、補償トランジスターＴｃｍｐのドレイン領域またはソース領域と、選択トラン
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ジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域との配線層としても機能している。導通
孔ＨＢ３は、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒおよびアクティブ層と重なるよ
うに配置されている。
【００９５】
　絶縁層ＬＢは、走査線２２と、選択トランジスターＴｓｌの制御線２７と、発光制御ト
ランジスターＴｅｌの制御線２８と、複数の中継電極ＱＢ（ＱＢ３，ＱＢ４，ＱＢ６，Ｑ
Ｂ７）と、容量電極層ＣＡ２とが形成された絶縁層ＬＡの面上に形成される。図２２およ
び図２６から理解される通り、絶縁層ＬＢの面上には、第１電源線層４１－０が形成され
る。さらに、図２２から理解される通り、第１電源線層４１－０が形成された絶縁層ＬＣ
０の面上には、絶縁層ＬＣ１が形成される。絶縁層ＬＣ１の表面には、図２２および図２
６に例示される通り、第１電源線層４１－０と接続された第１電源線層４１－１と、中継
電極ＱＤ２と、中継電極ＱＤ４とが形成される。図２２、図２５および図２６から理解さ
れる通り、中継電極ＱＤ２は、絶縁層ＬＢおよび絶縁層ＬＣ０を貫通する導通孔ＨＤ３を
介して中継電極ＱＢ６に導通する。中継電極ＱＤ２は、画素電極導通部を構成する中継電
極の一つであり、図２２ないし図２６から理解される通り、導通孔ＨＤ３と、中継電極Ｑ
Ｂ６と、導通孔ＨＡ８とを介して、発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域または
ソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【００９６】
　図２２、図２５および図２６から理解される通り、中継電極ＱＤ４は、絶縁層ＬＢおよ
び絶縁層ＬＣ０を貫通する導通孔ＨＤ４を介して中継電極ＱＢ３に導通する。したがって
、図２２ないし図２６から理解される通り、中継電極ＱＤ４は、導通孔ＨＤ４と、中継電
極ＱＢ３と、導通孔ＨＡ４とを介して、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域または
ソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【００９７】
　第１電源線層４１－１は、図２６から理解される通り、画素電極導通部（発光制御トラ
ンジスターＴｅｌと中継電極ＱＤ２の導通部）を取り囲むように配置される。第１電源線
層４１－１は、図２６から理解される通り、中継電極ＱＤ４を取り囲むように配置される
。また、第１電源線層４１－１は、Ｘ方向およびＹ方向において隣り合う表示画素Ｐｅ間
において隙間なく連続して形成されたパターンである。第１電源線層４１は、多層配線層
内の配線（図示略）を介して、高位側の電源電位Ｖｅｌが供給される実装端子３６に導通
する。なお、第１電源線層４１－１は、図１に示す第１領域１２の表示領域１６内に形成
される。また、図示を省略するが、第１領域１２の周辺領域１８内にも別の電源線層が形
成される。この電源線層は、多層配線層内の配線（図示略）を介して、低位側の電源電位
Ｖｃｔが供給される実装端子３６に導通する。第１電源線層４１－１および低位側の電源
電位Ｖｃｔが供給される電源線層は、例えば銀やアルミニウムを含有する導電材料で例え
ば１００ｎｍ程度の膜厚に形成される。
【００９８】
　第１電源線層４１－０は、第１電源線層４１－１と接続されている。第１電源線層４１
－０は、図２６から理解される通り、Ｙ方向においては、中継電極と所定の間隔を有し、
かつ、導通孔ＨＤ５および中継電極ＱＤ２,ＱＤ４とも所定の間隔を有して配置されてい
る。第１電源線層４１－０は、Ｘ方向においては、隣り合う表示画素Ｐｅの上部電源線層
４１－０と所定の間隔を有して配置された矩形の電極層である。第１電源線層４１－０と
第１電源線層４１－１は、絶縁層ＬＢおよび絶縁層ＬＣ０により容量電極層ＣＡ２と絶縁
されている。第１電源線層４１－０は、図２２から理解される通り、第１電源線層４１－
１から吊り下げられた構造を有している。第１電源線層４１－０は、第１電源線層４１－
１を介して駆動トランジスターＴｄｒのソース領域またはドレイン領域に導通する。また
、第１電源線層４１－０は、絶縁層ＬＢおよび絶縁層ＬＣ０を介して容量電極層ＣＡ２と
対向する。容量電極層ＣＡ２は、導通孔ＨＢ３を介して駆動トランジスターＴｄｒのゲー
ト層Ｇｄｒに導通する。したがって、第１電源線層４１－０は、図２および図３に示す容
量素子Ｃの第２容量電極Ｃ２に相当する。容量電極層ＣＡ２は図２および図３に示す容量
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素子Ｃの第１容量電極Ｃ１に相当する。したがって、容量素子Ｃの第２容量電極Ｃ２を構
成する第１電源線層４１－０を第１電源線層４１－１から吊り下げた構造とすることによ
り、容量素子Ｃの誘電体膜を薄くでき、容量素子Ｃの容量を大きくすることができる。第
１電源線層４１－１を単独で用いる場合と比して、配置の自由度を増すことができる。以
上のように、本実施形態では、第１電源線層４１－０と絶縁層ＬＢと容量電極層ＣＡ２と
から容量素子Ｃが構成される。
【００９９】
　第１電源線層４１－１は、図２２、図２５および図２６から理解される通り、絶縁層Ｌ
Ｃ０および絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＤ５を介して、中継電極ＱＢ４に導通する。し
たがって、第１電源線層４１－１は、図２２ないし図２６から理解される通り、導通孔Ｈ
Ｄ５と、中継電極ＱＢ４と、導通孔ＨＡ５とを介して、駆動トランジスターＴｄｒのソー
ス領域またはドレイン領域に導通する。
【０１００】
　絶縁層ＬＤは、第１電源線層４１－１と、複数の中継電極ＱＤ（ＱＤ２，ＱＤ４）とが
形成された絶縁層ＬＣ１の面上に形成される。図２２および図２７から理解される通り、
絶縁層ＬＣ１の面上には、信号線２６と、中継電極ＱＦ１とが形成される。信号線２６は
、複数の画素ＰにわたりＹ方向に直線状に延在し、絶縁層ＬＣ１により、第１電源線層４
１－１からは電気的に絶縁される。信号線２６は、図２２ないし図２７から理解される通
り、導通孔ＨＦ１１と、中継電極ＱＤ４と、導通孔ＨＤ４と、中継電極ＱＢ３と、導通孔
ＨＡ４とを介して選択トランジスターＴｓｌのソース領域またはドレイン領域を形成する
能動領域１０Ａと導通する。また、信号線２６は、走査線２２と、制御線２７と、制御線
２８との上層の位置を通過するように形成され、選択トランジスターＴｓｌのチャネル長
の方向（Ｙ方向）に沿って延在する。また、平面視において、信号線２６は、選択トラン
ジスターＴｓｌおよび補償トランジスターＴｃｍｐと重なるように配置されている。した
がって、画素の高密度化を図ることができる。また、信号線２６は、第１電源線層４１－
１と中継電極ＱＤ４との間隙と、平面視重なるように配置されている。したがって、外光
の侵入が信号線２６により防止され、光照射に起因した各トランジスターＴの電流リーク
を防止できるという利点がある。
【０１０１】
　中継電極ＱＦ１は、画素電極導通部を構成する中継電極の一つであり、図２２ないし図
２７から理解される通り、絶縁層ＬＣ１を貫通する導通孔ＨＦ４と、中継電極ＱＤ２と、
導通孔ＨＤ３と、中継電極ＱＢ６と、導通孔ＨＡ８とを介して、発光制御トランジスター
Ｔｅｌのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【０１０２】
　絶縁層ＬＤは、信号線２６と、中継電極ＱＦ１とが形成された絶縁層ＬＣ１の面上に形
成される。絶縁層ＬＤの表面には平坦化処理が実行される。平坦化処理には、化学機械研
磨（CMP：Chemical Mechanical Polishing）等の公知の表面処理技術が任意に採用される
。平坦化処理で高度に平坦化された絶縁層ＬＤの表面には、図２２および図２８に例示さ
れる通り、反射層５５が形成される。反射層５５は、図２７および図２８から理解される
通り、絶縁層ＬＤを貫通する導通孔ＨＧ１を介して、中継電極ＱＦ１に導通する。したが
って、反射層５５は、画素電極導通部（発光制御トランジスターＴｅｌと中継電極ＱＦ１
の導通部）と導通している。反射層５５は、第１電極Ｅ１と同様、表示画素Ｐｅ毎に個別
に形成されている。本実施形態においては、反射層５５は、例えば銀やアルミニウムを含
有する光反射性の導電材料で例えば１００ｎｍ程度の膜厚に形成される。反射層５５は、
光反射性の導電材料で形成され、図２８に示すように各トランジスターＴ、各配線、及び
各中継電極を覆うように配置される。したがって、外光の侵入が反射層５５により防止さ
れ、光照射に起因した各トランジスターＴの電流リークを防止できるという利点がある。
【０１０３】
　図２２に例示される通り、反射層５５が形成された絶縁層ＬＤの面上には光路調整層６
０が形成される。光路調整層６０は、各表示画素Ｐｅの共振構造の共振波長（すなわち表
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示色）を規定する光透過性の膜体である。表示色が同じ画素では、共振構造の共振波長は
略同じであり、表示色が異なる画素では、共振構造の共振波長は異なるように設定される
。
【０１０４】
　図２２および図２９に例示される通り、光路調整層６０の面上には、表示領域１６内の
表示画素Ｐｅ毎の第１電極Ｅ１が形成される。第１電極Ｅ１は、例えばＩＴＯ（Indium T
in Oxide）等の光透過性の導電材料で形成される。第１電極Ｅ１は、図２および図３を参
照して前述した通り、発光素子４５の陽極として機能する略矩形状の電極（画素電極）で
ある。第１電極Ｅ１は、図２２および図２９から理解される通り、表示画素Ｐｅ毎に光路
調整層６０に形成された導通孔ＨＨ１を介して反射層５５に導通する。
【０１０５】
　第１電極Ｅ１が形成された光路調整層６０の面上には、図２２および図３０に例示され
る通り、基板１０の全域にわたり画素定義層６５が形成される。画素定義層６５は、例え
ば珪素化合物（典型的には窒化珪素や酸化珪素）等の絶縁性の無機材料で形成される。図
３０から理解される通り、画素定義層６５には、表示領域１６内の各第１電極Ｅ１に対応
する開口部６５Ａが形成される。画素定義層６５のうち開口部６５Ａの内周縁の近傍の領
域は第１電極Ｅ１の周縁に重なる。すなわち、開口部６５Ａの内周縁は平面視で第１電極
Ｅ１の周縁の内側に位置する。各開口部６５Ａは、平面形状（矩形状）やサイズが共通し
、かつ、Ｘ方向およびＹ方向の各々にわたり共通のピッチで行列状に配列する。以上の説
明から理解される通り、画素定義層６５は平面視で格子状に形成される。尚、開口部６５
Ａの平面形状やサイズは、表示色が同じであれば同じであり、表示色が異なる場合は異な
るようにしてもよい。また、開口部６５Ａのピッチは、表示色が同じ開口部同士では同じ
であり、表示色が異なる開口部間では異なるようにしてもよい。
【０１０６】
　その他にも、詳細な説明は省略するが、第１電極Ｅ１の上層には、発光機能層４６、第
２電極Ｅ２、および封止体４７が積層され、以上の各要素が形成された基板１０の表面に
は封止基板（図示略）が例えば接着剤で接合される。封止基板は、基板１０上の各要素を
保護するための光透過性の板状部材（例えばガラス基板）である。なお、封止基板の表面
または封止体４７の表面に表示画素Ｐｅ毎にカラーフィルターを形成することも可能であ
る。
【０１０７】
　以上に説明した通り、本実施形態では、走査線２２、制御線２７、制御線２８、および
容量電極層ＣＡ２が形成された層と、信号線２６が形成された層との間に、第１電源線層
４１－１が配置された構成となっている。したがって、信号線２６と走査線２２とのカッ
プリングが第１電源線層４１－１によって抑制される。また、信号線２６と、各トランジ
スターまたは容量電極層ＣＡ２とのカップリングが第１電源線層４１－１によって抑制さ
れる。さらに、本実施形態では、容量電極層ＣＡ２と、画素電極である第１電極Ｅ１との
間には、第１電源線層４１－１が配置されている。第１電源線層４１－１は、上述した画
素導通部を除き、ほぼ全面に亘って形成されている。したがって、駆動トランジスターＴ
ｄｒのゲート層Ｇｄｒに接続された容量電極層ＣＡ２と、画素電極である第１電極Ｅ１と
の間のカップリングが抑制される。
【０１０８】
　信号線２６と、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域とを接続す
る信号線導通部は、上述したように、第１電源線層４１－１が形成された層と、走査線２
２および容量電極層ＣＡ２が形成された層とを貫いて設けられている。この信号線導通部
は、選択トランジスターＴｓｌのドレイン配線またはソース配線である。このように構成
することにより、信号線２６を下層に延ばして導通を図る場合と比して、低抵抗で選択ト
ランジスターＴｓｌと信号線２６とを接続することができる。なお、信号線導通部と信号
線２６は、画素電極導通部を避けて配置されている。
【０１０９】
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　画素電極である第１電極Ｅ１と発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレ
イン領域との導通部、すなわち、画素電極導通部は、絶縁膜Ｌ０および絶縁層ＬＡを貫通
する導通孔ＨＡ８、中継電極ＱＢ６、絶縁層ＬＢおよび絶縁層ＬＤ０を貫通する導通孔Ｈ
Ｃ５、中継電極ＱＤ２、絶縁層ＬＣ１を貫通する導通孔ＨＦ４、中継電極ＱＦ１、絶縁層
ＬＤを貫通する導通孔ＨＧ１、反射層５５、および光路調整層６０を貫通する導通孔ＨＨ
１により構成されている。これらは、発光制御トランジスターＴｅｌのソース配線または
ドレイン配線として機能している。つまり、第１電極Ｅ１と発光制御トランジスターＴｅ
ｌのソース領域またはドレイン領域との導通部は、第１電源線層４１と、容量電極層ＣＡ
２と、第１電源線層４１－１を貫いて設けられた発光制御トランジスターＴｅｌのソース
配線またはドレイン配線により構成されている。したがって、画素電極を発光制御トラン
ジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域の層まで延ばして導通を図る場合と比し
て、低抵抗で発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域と画素電極
である第１電極Ｅ１とを接続することができる。
【０１１０】
　容量素子Ｃについては、第１電源線層４１－０を第２容量電極Ｃ２とし、容量電極層Ｃ
Ａ２を第１容量電極Ｃ１とする容量素子が積層方向（Ｚ方向）に積層された構成となって
いる。第１の容量素子Ｃ－１においては、第２容量電極Ｃ２である第１電源線層４１－０
は、第１電源線層４１－１に電気的に接続され、かつ、第１電源線層４１－１より下層に
配置された構成となっている。上述した例では、一例として、第１電源線層４１－１から
吊り下げた構造によりこの配置を実現している。したがって、第２容量電極Ｃ２として、
中継電極と同層に形成される第１電源線層４１－１自体を用いる場合と比して、第１の容
量素子Ｃ－１の誘電体膜を薄くすることができ、第１の容量素子Ｃ－１の容量を大きくす
ることができる。あるいは、第１の容量素子Ｃ－１の配置の自由度を高めることができる
。
【０１１１】
　また、容量素子Ｃは、選択トランジスターＴｓｌ、補償トランジスターＴｃｍｐ、駆動
トランジスターＴｄｒと、平面視において重なるように配置される。したがって、画素の
高密度化を行い易い。
【０１１２】
　本実施形態においては、容量電極層ＣＡ２は、走査線２２が形成される層に形成されて
いる。このような構成にすることにより、第１実施形態および第２実施形態と比して、工
程を簡略化することができる。また、走査線２２が形成された層の上に第１電源線層４１
－１を配置し、さらにその上の層に信号線２６を配置したので、信号線２６を、平面視に
おいて、選択トランジスターＴｓｌおよび補償トランジスターＴｃｍｐと重なるように配
置することができる。その結果、画素の高密度化を図ることができる。
【０１１３】
　本実施形態では、第２実施形態と同様に、反射層５５が画素電極である第１電極Ｅ１と
接続されている。画素電極である第１電極Ｅ１の電位は、駆動トランジスターＴｄｒや発
光素子４５の電位に応じて設定されるため、画素電極である第１電極Ｅ１や反射層５５の
電位は、信号線２６の電位の影響を受けにくいという利点がある。
【０１１４】
　その他、第１実施形態および第２実施形態との共通の構成については、前述した第１実
施形態および第２実施形態における効果と同様な効果を奏することができる。また、第３
実施形態においても、第１実施形態で説明した変形例と同様な変形例が適用可能である。
【０１１５】
＜第４実施形態＞
　本発明の第４実施形態を説明する。なお、以下に例示する各形態において作用や機能が
第１実施形態ないし第３実施形態と同様である要素については、第１実施形態ないし第２
３実施形態の説明で参照した符号を流用して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
【０１１６】
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　第４実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００の具体的な構造は、第３実施
形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００の具体的な構造とほぼ同様な構造である
。以下、簡略化のため、相違する箇所についてのみ説明する。
【０１１７】
　図３１は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の断面図であり、図３２から図４
０は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の各要素を形成する各段階での基板１０
の表面の様子を表示画素Ｐｅの１個分に着目して図示した平面図である。図３２から図４
０のIV－IV’線を含む断面に対応した断面図が図３１に相当する。なお、図３２から図４
０は平面図であるが、各要素の視覚的な把握を容易化する観点から、図３１と共通する各
要素に図３１と同態様のハッチングが便宜的に付加されている。
【０１１８】
　第４実施形態は、図３１ないし図３６から理解される通り、容量電極層ＣＡ２および走
査線２２が形成された層と、信号線２６が形成された層との間に、上部容量電極層ＣＡ１
を配置した構成が第３実施形態と異なっている。容量電極層ＣＡ１は、図３５から理解さ
れる通り、平面視において各トランジスターを覆うように配置された矩形の容量電極層で
ある。図３１、図３４および図３５から理解される通り、容量電極層ＣＡ１は、絶縁層Ｌ
Ｂを貫通する導通孔ＨＣ７と、容量電極層ＣＡ２と、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ３
とを介して、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒと導通する。したがって、容量
電極層ＣＡ１は、容量電極層ＣＡ２と共に、図２および図３に示す容量素子Ｃの第１容量
電極Ｃ１に相当し、第１電源線層４１－１は、図２および図３に示す容量素子Ｃの第２容
量電極Ｃ２に相当する。
【０１１９】
　本実施形態においては、以上のように、上部容量電極層ＣＡ１を、各トランジスターが
形成された層、および走査線２２や制御線２７，２８が形成された層と、信号線２６が形
成された層との間の層に形成したので、比較的に、上部容量電極層ＣＡ１を、トランジス
ターや配線の配置に縛られることなく配置することができる。また、走査線２２や制御線
２７，２８が形成された層との積層も可能であるため、画素の高密度化も容易である。
【０１２０】
　駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに接続された上部容量電極層ＣＡ１は、駆
動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒよりも上層に設けられており、上部容量電極層
ＣＡ１と、信号線２６との間には、第１電源線層４１－１が配置されるように構成されて
いる。第１電源線層４１－１は、画素電極である第１電極Ｅ１と発光制御トランジスター
Ｔｅｌのソース領域またはドレイン領域との導通部、すなわち、画素電極導通部を除き、
ほぼ全面に亘って形成されている。したがって、ノイズの発生源となる信号線２６と、駆
動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに接続された上部容量電極層ＣＡ１との間のカ
ップリングが抑制される。
【０１２１】
　本実施形態では、上部容量電極層ＣＡ１と、画素電極である第１電極Ｅ１との間には、
上部電源線層４１－１および上部電源線層４１－０が配置されている。上部電源線層４１
－１および上部電源線層４１－０は、上述した画素導通部を除き、ほぼ全面に亘って形成
されている。したがって、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに接続された容量
電極層ＣＡ１と、画素電極である第１電極Ｅ１との間のカップリングが抑制される。
【０１２２】
　画素電極である第１電極Ｅ１と発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレ
イン領域との導通部、すなわち、画素電極導通部は、絶縁膜Ｌ０および絶縁層ＬＡを貫通
する導通孔ＨＡ８、中継電極ＱＢ６、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ５、中継電極ＱＣ
３、絶縁層ＬＣおよび絶縁層ＬＤ０を貫通する導通孔ＨＤ３、中継電極ＱＤ２、絶縁層Ｌ
Ｄ１を貫通する導通孔ＨＦ４、中継電極ＱＦ１、絶縁層ＬＥを貫通する導通孔ＨＧ１、お
よび反射層５５により構成されている。これらは、発光制御トランジスターＴｅｌのソー
ス配線またはドレイン配線として機能している。つまり、第１電極Ｅ１と発光制御トラン
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ジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域との導通部は、第１電源線層４１－１と
、上部容量電極層ＣＡ１と、上部電源線層４３－１および上部電源線層４３－０とを貫い
て設けられた発光制御トランジスターＴｅｌのソース配線またはドレイン配線により構成
されている。したがって、画素電極を発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域または
ドレイン領域の層まで延ばして導通を図る場合と比して、低抵抗で発光制御トランジスタ
ーＴｅｌのソース領域またはドレイン領域と画素電極である第１電極Ｅ１とを接続するこ
とができる。
【０１２３】
　本実施形態における容量素子Ｃは、上部電源線層４１－０を第２容量電極Ｃ２とし、容
量電極層ＣＡ１を第１容量電極Ｃ１とする容量素子Ｃである。容量素子Ｃにおいては、第
２容量電極Ｃ２である上部電源線層４１－０は、上部電源線層４１－１に電気的に接続さ
れ、かつ、上部電源線層４１－１より下層に配置された構成となっている。上述した例で
は、一例として、上部電源線層４１－１から吊り下げた構造によりこの配置を実現してい
る。したがって、第２容量電極Ｃ２として、中継電極と同層に形成される上部電源線層４
１－１自体を用いる場合と比して、容量素子Ｃの誘電体膜を薄くすることができ、容量素
子Ｃの容量を大きくすることができる。あるいは、容量素子Ｃの配置の自由度を高めるこ
とができる。
【０１２４】
　図３５から理解されるように、容量素子Ｃは、平面視において、選択トランジスターＴ
ｓｌ、発光制御トランジスターＴｅｌ、補償トランジスターＴｃｍｐ、および駆動トラン
ジスターＴｄｒのそれぞれと重なる位置に設けられている。したがって、容量素子の容量
を確保しつつ、画素の高密度化を実現することができる。このように、本実施形態によれ
ば、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒよりも上の層を有効に活用して、高密度
な画素のための画素構造を提供することができる。
【０１２５】
　本実施形態では、第３実施形態と同様に、反射層５５が画素電極である第１電極Ｅ１と
接続されている。画素電極である第１電極Ｅ１の電位は、駆動トランジスターＴｄｒや発
光素子４５の電位に応じて設定されるため、画素電極である第１電極Ｅ１や反射層５５の
電位は、信号線２６の電位の影響を受けにくいという利点がある。
【０１２６】
　信号線２６と、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域とを接続す
る信号線導通部は、第３実施形態と同様に、第１電源線層４１－１が形成された層と、走
査線２２および容量電極層ＣＡ２が形成された層とを貫いて設けられている。この信号線
導通部は、選択トランジスターＴｓｌのドレイン配線またはソース配線である。このよう
に構成することにより、信号線２６を下層に延ばして導通を図る場合と比して、低抵抗で
選択トランジスターＴｓｌと信号線２６とを接続することができる。なお、信号線導通部
と信号線２６は、画素電極導通部を避けて配置されている。
【０１２７】
　図３７から理解されるように、本実施形態においても、信号線２６を、平面視において
、選択トランジスターＴｓｌおよび補償トランジスターＴｃｍｐと重なるように配置して
いる。その結果、画素の高密度化を図ることができる。また、信号線２６は、第１電源線
層４１－１と中継電極ＱＤ４との間隙と、平面視重なるように配置されている。したがっ
て、外光の侵入が信号線２６により防止され、光照射に起因した各トランジスターＴの電
流リークを防止できるという利点がある。
【０１２８】
　その他、第１実施形態ないし第３実施形態との共通の構成については、前述した第１実
施形態ないし第３実施形態における効果と同様な効果を奏することができる。また、第４
実施形態においても、上部容量電極層を構成する電極を上部容量電極層ＣＡ１とは異なる
層で形成された電極とする等、第１実施形態で説明した変形例と同様な変形例が適用可能
である。
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【０１２９】
＜第５実施形態＞
　本発明の第５実施形態を説明する。なお、以下に例示する各形態において作用や機能が
第１実施形態と同様である要素については、第１実施形態ないし第４実施形態の説明で参
照した符号を流用して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
【０１３０】
　第５実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００の具体的な構造は、第３実施
形態および第４実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００の具体的な構造とほ
ぼ同様な構造である。以下、簡略化のため、相違する箇所についてのみ説明する。
【０１３１】
　図４１は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の断面図であり、図４２から図５
１は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の各要素を形成する各段階での基板１０
の表面の様子を表示画素Ｐｅの１個分に着目して図示した平面図である。図４２から図５
１のV－V’線を含む断面に対応した断面図が図４１に相当する。なお、図４２から図５１
は平面図であるが、各要素の視覚的な把握を容易化する観点から、図４１と共通する各要
素に図４１と同態様のハッチングが便宜的に付加されている。
【０１３２】
　第５実施形態は、図４１ないし図４８から理解される通り、第１電源線層４１が形成さ
れた層と、信号線２６が形成された層との間に、容量電極層ＣＡ０および容量電極層ＣＡ
１と、上部電源線層４３－０および上部電源線層４３－１を配置した構成が第３実施形態
および第４実施形態と異なっている。
【０１３３】
　図４１から理解される通り、第１電源線層４１が形成された絶縁層ＬＢの面上には絶縁
層ＬＣが形成される。絶縁層ＬＣの面上には、容量電極層ＣＡ０が形成され、容量電極層
ＣＡ０が形成された絶縁層ＬＣの面上には、絶縁層ＬＤ０が形成される。絶縁層ＬＤ０の
面上には、図４６から理解される通り、容量電極層ＣＡ１と、画素電極導通部を構成する
中継電極ＱＥ４と、信号線導通部を構成する中継電極ＱＥ１１と、電源供給部を構成する
中継電極ＱＥ１２が形成される。容量電極層ＣＡ１は、図４６から理解される通り、平面
視において各トランジスターを覆うように配置された矩形の容量電極層である。容量電極
層ＣＡ１は、図４１から理解されるように、容量電極層ＣＡ１から吊り下げられた容量電
極層ＣＡ０と接続されている。図４１、図４３ないし図４６から理解される通り、容量電
極層ＣＡ１は、絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＣを貫通する導通孔ＨＥ４と、中継電極ＱＤ
５と、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＤ２と、中継電極ＱＢ８と、絶縁層ＬＡを貫通する
導通孔ＨＢ３とを介して、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒと導通する。また
、第１電源線層４１は中継電極ＱＤ５を囲むように配置されている。
【０１３４】
　図４１および図４７から理解される通り、容量電極層ＣＡ１と、画素電極導通部を構成
する中継電極ＱＥ４と、信号線導通部を構成する中継電極ＱＥ１１と、電源供給部を構成
する中継電極ＱＥ１２とが形成された絶縁層ＬＤ０の面上には、絶縁層ＬＤ１が形成され
る。図４１から理解される通り、絶縁層ＬＤ１の面上には、上部電源線層４３－０が形成
される。上部電源線層４３－０が形成された、絶縁層ＬＤ１の面上には絶縁層ＬＥ０が形
成され、絶縁層ＬＥ０の面上には、図４７から理解される通り、上部電源線層４３－１と
、画像電極導通部を構成する中継電極ＱＦ１とが形成される。
【０１３５】
　上部電源線層４３－１は、図４７から理解される通り、画素電極導通部（発光制御トラ
ンジスターＴｅｌと中継電極ＱＦ１の導通部）を取り囲むように配置される。また、上部
電源線層４３－１は、画素ごとに設けられるパターンである。上部電源線層４３－０は、
上部電源線層４３－１と接続され、図４７から理解される通り、Ｙ方向においては、画素
電極導通部、および信号線導通部と所定の間隔を有して配置され、Ｘ方向においては、隣
り合う表示画素Ｐｅの上部電源線層４３－０と所定の間隔を有して配置された矩形の電極
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層である。上部電源線層４３－０と上部電源線層４３－１は、絶縁層ＬＥ０および絶縁層
ＬＤ１により容量電極層ＣＡ１と絶縁されている。上部電源線層４３－０は、図４１から
理解される通り、上部電源線層４３－１から吊り下げられた構造を有している。上部電源
線層４３－０は、図４１から理解される通り、上部電源線層４３－１を介して第１電源線
層４１に導通すると共に、駆動トランジスターＴｄｒのソース領域またはドレイン領域に
導通する。また、上部電源線層４３－０は、絶縁層ＬＤ１および絶縁層ＬＤ０を介して容
量電極層ＣＡ０と対向する。容量電極層ＣＡ０は、容量電極層ＣＡ１を介して駆動トラン
ジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに導通する。したがって、上部電源線層４３－０は、図
２および図３に示す容量素子Ｃの第２容量電極Ｃ２に相当し、容量電極層ＣＡ０は図２お
よび図３に示す容量素子Ｃの第１容量電極Ｃ１に相当する。したがって、容量素子Ｃの第
２容量電極Ｃ２を構成する上部電源線層４３－０を上部電源線層４３－１から吊り下げた
構造とすることにより、容量素子Ｃの誘電体膜を薄くでき、容量素子Ｃの容量を大きくす
ることができる。上部電源線層４３－１を単独で用いる場合と比して、配置の自由度を増
すことができる。また、この例では、容量素子Ｃの第１容量電極Ｃ１を構成する容量電極
層ＣＡ０も上述したように容量電極層ＣＡ１から吊り下げた構造なので、全体として容量
素子Ｃの容量をより一層大きくすることができる。以上のように、本実施形態では、第１
電源線層４１と絶縁層ＬＣと容量電極層ＣＡ０とから構成される容量素子Ｃと、容量電極
層ＣＡ０と絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＤ１と上部電源線層４３－０とから構成される容
量素子Ｃとが、積層方向（Ｚ方向）において積層された構成となっている。
【０１３６】
　以上に説明した通り、本実施形態では、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに
接続された容量電極層ＣＡ１と、容量電極層ＣＡ１に接続された容量電極層ＣＡ０は、駆
動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒよりも上層に設けられており、容量電極層ＣＡ
１および容量電極層ＣＡ０と、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領
域に接続された信号線２６との間に、第１電源線層４１が配置されるように構成されてい
る。第１電源線層４１は、画素電極である第１電極Ｅ１と発光制御トランジスターＴｅｌ
のソース領域またはドレイン領域との導通部、すなわち、画素電極導通部と、駆動トラン
ジスターＴｄｒのゲート導通部とを除き、ほぼ全面に亘って形成されている。したがって
、ノイズの発生源となる信号線２６と、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに接
続された容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０との間のカップリングが抑制される。
【０１３７】
　また、信号線２６の下層には、選択トランジスターＴｓｌのゲート層Ｇｓｌに接続され
た走査線２２が配置されているが、これらの走査線２２と、容量電極層ＣＡ１および容量
電極層ＣＡ０との間に、第１電源線層４１が配置されるように構成されている。第１電源
線層４１は、走査線２２を覆うように、ほぼ全面に亘って形成されている。したがって、
ノイズの発生源となる走査線２２と、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに接続
された容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０との間のカップリングが抑制される。
【０１３８】
　本実施形態では、容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０と、画素電極である第１電
極Ｅ１との間には、上部電源線層４３－１および上部電源線層４３－０が配置されている
。上部電源線層４３－１および上部電源線層４３－０は、上述した画素導通部を除き、ほ
ぼ全面に亘って形成されている。したがって、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄ
ｒに接続された容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０と、画素電極である第１電極Ｅ
１との間のカップリングが抑制される。
【０１３９】
　画素電極導通部は、上述したように複数の中継電極と複数の導通孔から構成されており
、発光制御トランジスターＴｅｌのソース配線またはドレイン配線として機能している。
つまり、第１電極Ｅ１と発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域
との導通部は、第１電源線層４１と、容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０と、上部
電源線層４３－１および上部電源線層４３－０とを貫いて設けられた発光制御トランジス
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ターＴｅｌのソース配線またはドレイン配線により構成されている。したがって、画素電
極を発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域の層まで延ばして導
通を図る場合と比して、低抵抗で発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレ
イン領域と画素電極である第１電極Ｅ１とを接続することができる。
【０１４０】
　信号線２６と、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域とを接続す
る信号線導通部は、上述したように、第１電源線層４１－１が形成された層と、走査線２
２および容量電極層ＣＡ２が形成された層とを貫いて設けられている。この信号線導通部
は、選択トランジスターＴｓｌのドレイン配線またはソース配線である。このように構成
することにより、信号線２６を下層に延ばして導通を図る場合と比して、低抵抗で選択ト
ランジスターＴｓｌと信号線２６とを接続することができる。なお、信号線導通部と信号
線２６は、画素電極導通部を避けて配置されている。
【０１４１】
　本実施形態においても、信号線２６を、平面視において、選択トランジスターＴｓｌお
よび補償トランジスターＴｃｍｐと重なるように配置している。その結果、画素の高密度
化を図ることができる。
【０１４２】
　その他、上述した各実施形態との共通の構成については、前述した各実施形態における
効果と同様な効果を奏することができる。また、第５実施形態においても、第１実施形態
で説明した変形例と同様な変形例が適用可能である。
【０１４３】
＜第６実施形態＞
　本発明の第６実施形態を説明する。なお、以下に例示する各形態において作用や機能が
第１実施形態と同様である要素については、上記各実施形態の説明で参照した符号を流用
して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
【０１４４】
　第６実施形態の各表示画素Ｐｅの回路は、図５２に示すように、補償トランジスターＴ
ｃｍｐが省略された構成となっている。以下、第６実施形態の有機エレクトロルミネッセ
ンス装置１００の具体的な構造について説明する。以下の説明で参照する各図面では、説
明の便宜のために、各要素の寸法や縮尺を実際の有機エレクトロルミネッセンス装置１０
０とは相違させている。図５３は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の断面図で
あり、図５４から図６２は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の各要素を形成す
る各段階での基板１０の表面の様子を表示画素Ｐｅの１個分に着目して図示した平面図で
ある。図５４から図６２のVI－VI’線を含む断面に対応した断面図が図５３に相当する。
なお、図５４から図６２は平面図であるが、各要素の視覚的な把握を容易化する観点から
、図５３と共通する各要素に図５３と同態様のハッチングが便宜的に付加されている。
【０１４５】
　図５３および図５４から理解される通り、珪素等の半導体材料で形成された基板１０の
表面には、表示画素Ｐｅの各トランジスターＴ（Ｔｄｒ，Ｔｓｌ，Ｔｅｌ）の能動領域１
０Ａ（ソース／ドレイン領域）が形成される。能動領域１０Ａにはイオンが注入される。
表示画素Ｐｅの各トランジスターＴ（Ｔｄｒ，Ｔｓｌ，Ｔｅｌ）のアクティブ層はソース
領域とドレイン領域との間に存在し、能動領域１０Ａとは別種類のイオンが注入されるが
、便宜的に能動領域１０Ａと一体に記載している。図５３および図５５から理解される通
り、能動領域１０Ａが形成された基板１０の表面は絶縁膜Ｌ０（ゲート絶縁膜）で被覆さ
れ、各トランジスターＴのゲート層Ｇ（Ｇｄｒ，Ｇｓｌ，Ｇｅｌ）が絶縁膜Ｌ０の面上に
形成される。各トランジスターＴのゲート層Ｇは、絶縁膜Ｌ０を挟んでアクティブ層に対
向する。
【０１４６】
　図５３から理解される通り、各トランジスターＴのゲート層Ｇが形成された絶縁膜Ｌ０
の面上には、複数の絶縁層Ｌ（ＬＡ～ＬＤ１）と複数の導電層（配線層）とを交互に積層
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した多層配線層が形成される。各絶縁層Ｌは、例えば珪素化合物（典型的には窒化珪素や
酸化珪素）等の絶縁性の無機材料で形成される。なお、以下の説明では、導電層（単層ま
たは複数層）の選択的な除去により複数の要素が同一工程で一括的に形成される関係を「
同層から形成される」と表記する。
【０１４７】
　絶縁層ＬＡは、各トランジスターＴのゲートＧが形成された絶縁膜Ｌ０の面上に形成さ
れる。図５３および図５６から理解される通り、絶縁層ＬＡの面上には、走査線２２と、
発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８と、複数の中継電極ＱＢ（ＱＢ２０，ＱＢ２
１，ＱＢ２２，ＱＢ２３，ＱＢ２４）とが同層から形成される。
【０１４８】
　図５３および図５６から理解される通り、中継電極ＱＢ２０は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層Ｌ
Ａとを貫通する導通孔ＨＡ２０を介して選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域または
ソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ２１は、絶縁膜Ｌ０と絶
縁層ＬＡとを貫通する導通孔ＨＡ２１を介して選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域
またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通すると共に、縁層ＬＡを貫通する導通
孔ＨＢ２１を介して駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに導通する。つまり、中
継電極ＱＢ２１は、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域と、駆動
トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒとの配線層である。
【０１４９】
　中継電極ＱＢ２２は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを貫通する複数の導通孔ＨＡ２２，Ｈ
Ａ２３，ＨＡ２４，ＨＡ２５，ＨＡ２６を介して駆動トランジスターＴｄｒのドレイン領
域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ２２は、電源供
給部を構成する中継電極である。中継電極ＱＢ２３は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを貫通
する複数の導通孔ＨＡ２７，ＨＡ２８，ＨＡ２９，ＨＡ３０，ＨＡ３１を介して駆動トラ
ンジスターＴｄｒのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する
と共に、発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域を形成する能動
領域１０Ａに導通する。つまり、中継電極ＱＢ２３は、駆動トランジスターＴｄｒのドレ
イン領域またはソース領域と、発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソー
ス領域との配線層である。中継電極ＱＢ２４は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを貫通する導
通孔ＨＡ３３を介して発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域を
形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ２４は、画素電極導通部を構成する中
継電極である。
【０１５０】
　図５６から理解される通り、走査線２２は、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ２０を介
して選択トランジスターＴｓｌのゲート層Ｇｓｌに導通する。走査線２２は、複数の表示
画素ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁層ＬＢにより、後述する信号線２６から
は電気的に絶縁される。
【０１５１】
　図５６から理解される通り、発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８は、絶縁層Ｌ
Ａに形成された導通孔ＨＢ２２を介して発光制御トランジスターＴｅｌのゲート層Ｇｅｌ
に導通する。制御線２８は、複数の表示画素ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁
層ＬＡにより後述する信号線２６からは電気的に絶縁される。
【０１５２】
　走査線２２は、発光制御トランジスターＴｅｌと平面視重なるとともに、絶縁層ＬＢに
より、発光制御トランジスターＴｅｌのゲート層Ｇｅｌからは電気的に絶縁される。制御
線２８は、選択トランジスターＴｓｌと平面視重なるとともに、絶縁層ＬＢにより、選択
トランジスターＴｓｌのゲート層Ｇｓｌからは電気的に絶縁される。
【０１５３】
　絶縁層ＬＢは、走査線２２と、選択トランジスターＴｓｌの制御線２７と、発光制御ト
ランジスターＴｅｌの制御線２８と、複数の中継電極ＱＢ（ＱＢ２０，ＱＢ２１，ＱＢ２
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２，ＱＢ２３，ＱＢ２４）とが形成された絶縁層ＬＡの面上に形成される。図５３および
図５７から理解される通り、絶縁層ＬＢの面上には、容量電極層ＣＡ１０と、中継電極Ｑ
Ｃ２０，ＱＣ２１，ＱＣ２２が形成される。中継電極ＱＣ２０は信号線導通部を構成する
電極であり、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ２０を介して、選択トランジスターＴｓｌ
のドレイン領域またはソース領域と導通する。中継電極ＱＣ２１は電源供給部を構成する
電極であり、絶縁層ＬＢを貫通する複数の導通孔ＨＣ２３，ＨＣ２４，ＨＣ２５，ＨＣ２
６，ＨＣ２７を介して、中継電極ＱＢ２２に導通する。中継電極ＱＣ２２は画素電極導通
部を構成する電極であり、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ２８を介して、発光制御トラ
ンジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域と導通する。
【０１５４】
　容量電極層ＣＡ１０は、図５７から理解されるように、各トランジスターの一部および
走査線２２の一部並びに制御線２８の一部を覆うように配置された矩形の容量電極である
。容量電極層ＣＡ１０は、図５３および図５７から理解されるように、絶縁層ＬＢを貫通
する導通孔ＨＣ２１およびＨＣ２２を介して、中継電極ＱＢ２１に導通する。したがって
、容量電極層ＣＡ１０は、導通孔ＨＣ２１およびＨＣ２２と、中継電極ＱＢ２１と、導通
孔ＨＢ２１を介して、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒと導通する。
【０１５５】
　絶縁層ＬＣは、容量電極層ＣＡ１０と、複数の中継電極ＱＣ（ＱＣ２０，ＱＣ２１，Ｑ
Ｃ２２）とが形成された絶縁層ＬＢの面上に形成される。図５３および図５８から理解さ
れる通り、絶縁層ＬＣの面上には、第１電源線層４１－０が形成される。第１電源線層４
１－０が形成された絶縁層ＬＣの面上には、絶縁層ＬＤ０が形成され、絶縁層ＬＤ０の面
上には、第１電源線層４１－１と、中継電極ＱＤ２０と、中継電極ＱＤ２１とが形成され
る。中継電極ＱＤ２０は、信号線導通部を構成する電極であり、絶縁層ＬＤ０および絶縁
層ＬＣとを貫通する導通孔ＨＤ２０を介して中継電極ＱＣ２０に導通する。中継電極ＱＤ
２１は、画素電極導通部を構成する電極であり、絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＣとを貫通
する導通孔ＨＤ２６を介して、中継電極ＱＣ２０に導通する。
【０１５６】
　第１電源線層４１－１は、図５８から理解される通り、画素電極導通部（発光制御トラ
ンジスターＴｅｌと中継電極ＱＤ２１の導通部）および信号線導通部（選択トランジスタ
ーＴｓｌと中継電極ＱＤ２０の導通部）を取り囲むように配置される。そして、第１電源
線層４１－１は、画素電極導通部（発光制御トランジスターＴｅｌと中継電極ＱＤ２１の
導通部）および信号線導通部（選択トランジスターＴｓｌと中継電極ＱＤ２０の導通部）
の間に配置されている。また、第１電源線層４１－１は、Ｘ方向およびＹ方向において隣
り合う表示画素Ｐｅ間において隙間なく連続して形成されたパターンである。第１電源線
層４１は、多層配線層内の配線（図示略）を介して、高位側の電源電位Ｖｅｌが供給され
る実装端子３６に導通する。なお、第１電源線層４１－１は、図１に示す第１領域１２の
表示領域１６内に形成される。また、図示を省略するが、第１領域１２の周辺領域１８内
にも別の電源線層が形成される。この電源線層は、多層配線層内の配線（図示略）を介し
て、低位側の電源電位Ｖｃｔが供給される実装端子３６に導通する。第１電源線層４１－
１および低位側の電源電位Ｖｃｔが供給される電源線層は、例えば銀やアルミニウムを含
有する導電材料で例えば１００ｎｍ程度の膜厚に形成される。
【０１５７】
　第１電源線層４１－０は、第１電源線層４１－１と接続され、図５８から理解される通
り、Ｙ方向においては、画素電極導通部および信号線導通部と所定の間隔を有し、かつ、
Ｘ方向においては、電源供給部と所定の間隔を有して配置された矩形の電極層である。第
１電源線層４１－０と第１電源線層４１－１は、絶縁層ＬＢおよび絶縁層ＬＣにより容量
電極層ＣＡ１０と絶縁されている。第１電源線層４１－０は、図５３から理解される通り
、第１電源線層４１－１から吊り下げられた構造を有している。第１電源線層４１－０は
、第１電源線層４１－１を介して駆動トランジスターＴｄｒのソース領域またはドレイン
領域に導通する。したがって、第１電源線層４１－０は、図２および図３に示す容量素子
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Ｃの第２容量電極Ｃ２に相当し、容量電極層ＣＡ１０は図２および図３に示す容量素子Ｃ
の第１容量電極Ｃ１に相当する。したがって、容量素子Ｃの第２容量電極Ｃ２を構成する
第１電源線層４１－０を第１電源線層４１－１から吊り下げた構造とすることにより、容
量素子Ｃの誘電体膜を薄くでき、容量素子Ｃの容量を大きくすることができる。第１電源
線層４１－１を単独で用いる場合と比して、配置の自由度を増すことができる。以上のよ
うに、本実施形態では、第１電源線層４１－０と絶縁層ＬＣと容量電極層ＣＡ１０とから
容量素子Ｃが構成される。
【０１５８】
　第１電源線層４１－１は、図５３、図５７および図５８から理解される通り、絶縁層Ｌ
Ｄ０および絶縁層ＬＣを貫通する複数の導通孔ＨＤ２１，ＨＤ２２，ＨＤ２３，ＨＤ２４
，ＨＤ２５を介して、中継電極ＱＣ２１に導通する。したがって、第１電源線層４１－１
は、図５３ないし図５８から理解される通り、複数の導通孔ＨＤ２１，ＨＤ２２，ＨＤ２
３，ＨＤ２４，ＨＤ２５と、中継電極ＱＣ２１と、複数の導通孔ＨＣ２３，ＨＣ２４，Ｈ
Ｃ２５，ＨＣ２６，ＨＣ２７と、中継電極ＱＢ２２と、複数の導通孔ＨＡ２２，ＨＡ２３
，ＨＡ２４，ＨＡ２５，ＨＡ２６とを介して駆動トランジスターＴｄｒのソース領域また
はドレイン領域に導通する。
【０１５９】
　絶縁層ＬＤ１は、第１電源線層４１－１と、複数の中継電極ＱＤ（ＱＤ２０，ＱＤ２１
）とが形成された絶縁層ＬＤ０の面上に形成される。図５３および図５９から理解される
通り、絶縁層ＬＤ１の面上には、信号線２６と、中継電極ＱＥ２０とが形成される。信号
線２６は、複数の画素ＰにわたりＹ方向に直線状に延在し、絶縁層ＬＤ１により、第１電
源線層４１－１からは電気的に絶縁される。信号線２６は、図５３ないし図５９から理解
される通り、導通孔ＨＥ２０と、中継電極ＱＤ２０と、導通孔ＨＤ２０と、中継電極ＱＣ
２０と、導通孔ＨＣ２０と、中継電極ＱＢ２０と、導通孔ＨＡ２０とを介して選択トラン
ジスターＴｓｌのソース領域またはドレイン領域を形成する能動領域１０Ａと導通する。
また、信号線２６は、走査線２２と、制御線２７と、制御線２８との上層の位置を通過す
るように形成され、選択トランジスターＴｓｌおよび駆動トランジスターＴｄｒのチャネ
ル長の方向（Ｙ方向）に沿って延在する。また、平面視において、信号線２６は、選択ト
ランジスターＴｓｌおよび駆動トランジスターＴｄｒと重なるように配置されている。し
たがって、画素の高密度化を図ることができる。
【０１６０】
　中継電極ＱＥ２０は、画素電極導通部を構成する中継電極の一つであり、図５３ないし
図５９から理解される通り、絶縁層ＬＤ１を貫通する導通孔ＨＥ２１と、中継電極ＱＤ２
１と、導通孔ＨＤ２６と、中継電極ＱＣ２２と、導通孔ＨＣ２８と、中継電極ＱＢ２４と
、導通孔ＨＡ３３とを介して、発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソー
ス領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【０１６１】
　絶縁層ＬＥは、信号線２６と、中継電極ＱＥ２０とが形成された絶縁層ＬＤ１の面上に
形成される。絶縁層ＬＥの表面には平坦化処理が実行される。平坦化処理には、化学機械
研磨（CMP：Chemical Mechanical Polishing）等の公知の表面処理技術が任意に採用され
る。平坦化処理で高度に平坦化された絶縁層ＬＥの表面には、図５３および図６０に例示
される通り、反射層５５が形成される。反射層５５は、図５９および図６０から理解され
る通り、絶縁層ＬＥを貫通する導通孔ＨＦ２０を介して、中継電極ＱＥ２０に導通する。
したがって、反射層５５は、画素電極導通部（発光制御トランジスターＴｅｌと中継電極
ＱＥ２０の導通部）と導通している。反射層５５は、第１電極Ｅ１と同様、表示画素Ｐｅ
毎に個別に形成されている。本実施形態においては、反射層５５は、例えば銀やアルミニ
ウムを含有する光反射性の導電材料で例えば１００ｎｍ程度の膜厚に形成される。反射層
５５は、光反射性の導電材料で形成され、図２８に示すように各トランジスターＴ、各配
線、及び各中継電極を覆うように配置される。したがって、外光の侵入が反射層５５によ
り防止され、光照射に起因した各トランジスターＴの電流リークを防止できるという利点
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がある。
【０１６２】
　図５３に例示される通り、反射層５５が形成された絶縁層ＬＥの面上には光路調整層６
０が形成される。光路調整層６０は、各表示画素Ｐｅの共振構造の共振波長（すなわち表
示色）を規定する光透過性の膜体である。表示色が同じ画素では、共振構造の共振波長は
略同じであり、表示色が異なる画素では、共振構造の共振波長は異なるように設定される
。
【０１６３】
　図５３および図６１に例示される通り、光路調整層６０の面上には、表示領域１６内の
表示画素Ｐｅ毎の第１電極Ｅ１が形成される。第１電極Ｅ１は、例えばＩＴＯ（Indium T
in Oxide）等の光透過性の導電材料で形成される。第１電極Ｅ１は、図２および図３を参
照して前述した通り、発光素子４５の陽極として機能する略矩形状の電極（画素電極）で
ある。第１電極Ｅ１は、図５３および図６１から理解される通り、表示画素Ｐｅ毎に光路
調整層６０に形成された導通孔ＨＧ２０を介して反射層５５に導通する。
【０１６４】
　第１電極Ｅ１が形成された光路調整層６０の面上には、図５３および図６２に例示され
る通り、基板１０の全域にわたり画素定義層６５が形成される。画素定義層６５は、例え
ば珪素化合物（典型的には窒化珪素や酸化珪素）等の絶縁性の無機材料で形成される。図
６２から理解される通り、画素定義層６５には、表示領域１６内の各第１電極Ｅ１に対応
する開口部６５Ａが形成される。画素定義層６５のうち開口部６５Ａの内周縁の近傍の領
域は第１電極Ｅ１の周縁に重なる。すなわち、開口部６５Ａの内周縁は平面視で第１電極
Ｅ１の周縁の内側に位置する。各開口部６５Ａは、平面形状（矩形状）やサイズが共通し
、かつ、Ｘ方向およびＹ方向の各々にわたり共通のピッチで行列状に配列する。以上の説
明から理解される通り、画素定義層６５は平面視で格子状に形成される。尚、開口部６５
Ａの平面形状やサイズは、表示色が同じであれば同じであり、表示色が異なる場合は異な
るようにしてもよい。また、開口部６５Ａのピッチは、表示色が同じ開口部同士では同じ
であり、表示色が異なる開口部間では異なるようにしてもよい。
【０１６５】
　その他にも、詳細な説明は省略するが、第１電極Ｅ１の上層には、発光機能層４６、第
２電極Ｅ２、および封止体４７が積層され、以上の各要素が形成された基板１０の表面に
は封止基板（図示略）が例えば接着剤で接合される。封止基板は、基板１０上の各要素を
保護するための光透過性の板状部材（例えばガラス基板）である。なお、封止基板の表面
または封止体４７の表面に表示画素Ｐｅ毎にカラーフィルターを形成することも可能であ
る。
【０１６６】
　以上に説明した通り、本実施形態では、第４実施形態と同様の積層構造を有している。
つまり、容量電極層ＣＡ１０を、各トランジスターが形成された層、および走査線２２や
制御線２８が形成された層よりも上の層に形成したので、比較的に、容量電極層ＣＡ１０
を、トランジスターや配線の配置に縛られることなく配置することができる。また、走査
線２２や制御線２８が形成された層との積層も可能であるため、画素の高密度化も容易で
ある。
【０１６７】
　本実施形態では、第３実施形態と同様に、反射層５５が画素電極である第１電極Ｅ１と
接続されている。画素電極である第１電極Ｅ１の電位は、駆動トランジスターＴｄｒや発
光素子４５の電位に応じて設定されるため、画素電極である第１電極Ｅ１や反射層５５の
電位は、信号線２６の電位の影響を受けにくいという利点がある。
【０１６８】
　信号線２６と、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域とを接続す
る信号線導通部は、第３実施形態と同様に、第１電源線層４１－１が形成された層と、走
査線２２が形成された層とを貫いて設けられている。この信号線導通部は、選択トランジ
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スターＴｓｌのドレイン配線またはソース配線である。このように構成することにより、
信号線２６を下層に延ばして導通を図る場合と比して、低抵抗で選択トランジスターＴｓ
ｌと信号線２６とを接続することができる。なお、信号線導通部と信号線２６は、画素電
極導通部を避けて配置されている。
【０１６９】
　本実施形態においても、信号線２６を、平面視において、選択トランジスターＴｓｌお
よび駆動トランジスターＴｄｒと重なるように配置している。その結果、画素の高密度化
を図ることができる。
【０１７０】
　その他、上述した各実施形態との共通の構成については、前述した各実施形態における
効果と同様な効果を奏することができる。また、本実施形態においても、第１実施形態で
説明した変形例と同様な変形例が適用可能である。
【０１７１】
＜第７実施形態＞
　本発明の第７実施形態を説明する。なお、以下に例示する各形態において作用や機能が
各実施形態と同様である要素については、各実施形態の説明で参照した符号を流用して各
々の詳細な説明を適宜に省略する。
【０１７２】
　第７実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００の具体的な構造は、第６実施
形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００の具体的な構造とほぼ同様な構造である
。以下、簡略化のため、相違する箇所についてのみ説明する。
【０１７３】
　図６３は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の断面図であり、図６４から図７
２は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の各要素を形成する各段階での基板１０
の表面の様子を表示画素Ｐｅの１個分に着目して図示した平面図である。図６４から図７
２のVII－VII’線を含む断面に対応した断面図が図６３に相当する。なお、図６４から図
７２は平面図であるが、各要素の視覚的な把握を容易化する観点から、図６３と共通する
各要素に図６３と同態様のハッチングが便宜的に付加されている。
【０１７４】
　第７実施形態は、図６４および図６５から理解されるように、発光制御トランジスター
Ｔｅｌと選択トランジスターＴｓｌのチャネル長が横方向（走査線２２の延在方向）であ
るため、図６６に示すように、チャネルと配線がずれて配置されている。
【０１７５】
　第７実施形態における積層構造は第６実施形態と同様であり、図６３、図６６および図
６７に示すように、各トランジスターが形成された層、および走査線２２と制御線２８が
形成された層よりも上層に容量電極層ＣＡ１１が形成されている。容量電極層ＣＡ１１は
、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ４１と、中継電極ＱＢ４２と、絶縁層ＬＡを貫通する
導通孔ＨＢ４１とを介して、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに導通する。
【０１７６】
　図６３、図６７および図６８から理解されるように、容量電極層ＣＡ１１が形成された
層よりも上層には、第１電源線層４１－０および第１電源線層４１－１が形成され、第１
電源線層４１－１は、絶縁層ＬＣを貫通する導通孔ＨＤ４０、中継電極４１と、絶縁層Ｌ
Ｂを貫通する導通孔ＨＣ４２と、中継電極ＱＢ４３と、絶縁層ＬＡおよび絶縁膜Ｌ０を貫
通する導通孔ＨＡ４２とを介して、駆動トランジスターＴｄｒのドレイン領域またはソー
ス領域に導通する。
【０１７７】
　　図６３、図６７および図６８から理解されるように、第１電源線層４１－１が形成さ
れた層よりも上層には、信号線２６が形成される。信号線２６は、絶縁層ＬＤ１を貫通す
る導通孔ＨＥ４０と、中継電極ＱＤ４０と、絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＣを貫通する導
通孔ＨＤ４０と、中継電極ＱＣ４０と、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ４０と、中継電
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極ＱＢ４０と、絶縁層ＬＡおよび絶縁膜Ｌ０を貫通する導通孔ＨＡ４０とを介して、選択
トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域に導通する。
【０１７８】
　以上に説明した通り、本実施形態では、第６実施形態と同様の積層構造を有している。
つまり、容量電極層ＣＡ１１を、各トランジスターが形成された層、および走査線２２や
制御線２８が形成された層よりも上の層に形成したので、比較的に、容量電極層ＣＡ１１
を、トランジスターや配線の配置に縛られることなく配置することができる。また、走査
線２２や制御線２８が形成された層との積層も可能であるため、画素の高密度化も容易で
ある。
【０１７９】
　本実施形態においても、反射層５５が画素電極である第１電極Ｅ１と接続されている。
画素電極である第１電極Ｅ１の電位は、駆動トランジスターＴｄｒや発光素子４５の電位
に応じて設定されるため、画素電極である第１電極Ｅ１や反射層５５の電位は、信号線２
６の電位の影響を受けにくいという利点がある。
【０１８０】
　信号線２６と、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域とを接続す
る信号線導通部は、第６実施形態と同様に、第１電源線層４１－１が形成された層と、走
査線２２が形成された層とを貫いて設けられている。この信号線導通部は、選択トランジ
スターＴｓｌのドレイン配線またはソース配線である。このように構成することにより、
信号線２６を下層に延ばして導通を図る場合と比して、低抵抗で選択トランジスターＴｓ
ｌと信号線２６とを接続することができる。なお、信号線導通部と信号線２６は、画素電
極導通部を避けて配置されている。
【０１８１】
　本実施形態においても、信号線２６を、平面視において、選択トランジスターＴｓｌと
重なるように配置している。その結果、画素の高密度化を図ることができる。
【０１８２】
　その他、上述した各実施形態との共通の構成については、前述した各実施形態における
効果と同様な効果を奏することができる。また、本実施形態においても、第１実施形態で
説明した変形例と同様な変形例が適用可能である。
【０１８３】
＜第８実施形態＞
　本発明の第７実施形態を説明する。なお、以下に例示する各形態において作用や機能が
各実施形態と同様である要素については、各実施形態の説明で参照した符号を流用して各
々の詳細な説明を適宜に省略する。
【０１８４】
　第８実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００は、第６実施形態および第７
実施形態と同様に補償トランジスターＴｃｍｐが省略されているが、積層構造等の具体的
な構造は、第１実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００とほぼ同様な構造で
ある。以下、簡略化のため、相違する箇所についてのみ説明する。
【０１８５】
　図７３は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の断面図であり、図７４から図８
３は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の各要素を形成する各段階での基板１０
の表面の様子を表示画素Ｐｅの１個分に着目して図示した平面図である。図７４から図８
３のVIII－VIII’線を含む断面に対応した断面図が図７３に相当する。なお、図７４から
図８３は平面図であるが、各要素の視覚的な把握を容易化する観点から、図７３と共通す
る各要素に図７３と同態様のハッチングが便宜的に付加されている。
【０１８６】
　第７実施形態は、図７４および図７５から理解されるように、発光制御トランジスター
Ｔｅｌと選択トランジスターＴｓｌのチャネル長方向が縦方向（信号線２６の延在方向）
であり、発光制御トランジスターＴｅｌと選択トランジスターＴｓｌは、一直線状に並ん
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で配置されている。また、本実施形態においては、各トランジスターのゲート層Ｇｄｒ，
Ｇｓｌ，Ｇｅｌと、制御線等との接続部が、チャネル上の位置ではなく、横方向（走査線
２２の延在方向）にずれた位置に設けられている。
【０１８７】
　本実施形態においては、図７６および図７７から理解されるように、各トランジスター
が形成された層の上層に走査線２２と制御線２８が形成される層が配置され、走査線２２
と制御線２８が形成される層の上層に信号線２６が形成される。図７３、図７５ないし図
７７から理解されるように、信号線２６は、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ６１と、中
継電極ＱＢ６１と、絶縁層ＬＡおよび絶縁膜Ｌ０を貫通する導通孔ＨＡ６１を介して、選
択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域に導通する。
【０１８８】
　図７３、図７５ないし図７８から理解されるように、信号線２６が形成された層の上層
には、第１電源線層４１が形成されている。第１電源線層４１は、図７８から理解される
ように、画素電極導通部を構成する中継電極ＱＤ６１と、駆動トランジスターＴｄｒのゲ
ート導通部を構成する中継電極ＱＤ６０とを取り囲むように形成される。また、第１電源
線層４１は、Ｘ方向およびＹ方向において隣り合う表示画素Ｐｅ間において隙間なく連続
して形成されたパターンである。第１電源線層４１は、多層配線層内の配線（図示略）を
介して、高位側の電源電位Ｖｅｌが供給される実装端子３６に導通する。なお、第１電源
線層４１－１は、図１に示す第１領域１２の表示領域１６内に形成される。また、図示を
省略するが、第１領域１２の周辺領域１８内にも別の電源線層が形成される。この電源線
層は、多層配線層内の配線（図示略）を介して、低位側の電源電位Ｖｃｔが供給される実
装端子３６に導通する。第１電源線層４１－１および低位側の電源電位Ｖｃｔが供給され
る電源線層は、例えば銀やアルミニウムを含有する導電材料で例えば１００ｎｍ程度の膜
厚に形成される。第１電源線層４１は、図７３ないし図７８から理解されるように、絶縁
層ＬＣを貫通する導通孔ＨＤ６１と、中継電極ＱＣ６１と、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔
ＨＣ６３と、中継電極ＱＢ６２と、絶縁層ＬＡおよび絶縁膜Ｌ０を貫通する導通孔ＨＡ６
２を介して、駆動トランジスターＴｄｒのドレイン領域またはソース領域に導通する。
【０１８９】
　図７３、図７８および図７９から理解されるように、第１電源線層４１が形成された層
の上層には、容量電極層ＣＡ０と、容量電極層ＣＡ０に接続された容量電極層ＣＡ０とが
形成される。容量電極層ＣＡ０は、図７３ないし図７９から理解されるように、絶縁層Ｌ
Ｄ１および絶縁層ＬＤ０を貫通する導通孔ＨＥ６０と、中継電極ＱＤ６０と、絶縁層ＬＣ
を貫通する導通孔ＨＤ６０と、中継電極ＱＣ６０と、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ６
０と、中継電極ＱＢ６０と、絶縁層ＬＡおよび絶縁膜Ｌ０を貫通する導通孔ＨＡ６０とを
介して、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領域に導通する。また、
容量電極層ＣＡ０は、中継電極ＱＣ６０と、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ６４と、中
継電極ＱＢ６３と、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ６１を介して、駆動トランジスター
Ｔｄｒのゲート層Ｇｄｒに導通する。容量電極層ＣＡ０は、図７３から理解されるように
、容量電極層ＣＡ１から吊り下げられた構造を有している。
【０１９０】
　図７３、図７９および図８０から理解されるように、容量電極層ＣＡ０と容量電極層Ｃ
Ａ１が形成された層の上層には、上部電源線層４３－０と上部電源線層４３－１が形成さ
れる。上部電源線層４３－１は、図８０から理解される通り、画素電極導通部（発光制御
トランジスターＴｅｌと中継電極ＱＦ６０の導通部）を取り囲むように配置される。また
、上部電源線層４３－１は、Ｘ方向およびＹ方向において隣り合う表示画素Ｐｅ間におい
て隙間なく連続して形成されたパターンである。本実施形態においては、上部電源線層４
３－１は、反射層としても機能しており、例えば銀やアルミニウムを含有する光反射性の
導電材料で例えば１００ｎｍ程度の膜厚に形成される。上部電源線層４３－１は、光反射
性の導電材料で形成され、図８０に示すように各トランジスターＴ、各配線、及び各中継
電極を覆うように配置される。したがって、外光の侵入が上部電源線層４３－１により防
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止され、光照射に起因した各トランジスターＴの電流リークを防止できるという利点があ
る。
【０１９１】
　上部電源線層４３－０は、上部電源線層４３－１と接続され、図８０から理解される通
り、画素電極導通部（発光制御トランジスターＴｅｌと中継電極ＱＦ６０の導通部）を取
り囲むように配置される。また、Ｙ方向およびＸ方向においては、隣り合う表示画素Ｐｅ
の上部電源線層４３－０と所定の間隔を有して配置された矩形の電極層である。上部電源
線層４３－０と上部電源線層４３－１は、絶縁層ＬＤ０および絶縁層ＬＤ１により容量電
極層ＣＡ０および容量電極層ＣＡ１と絶縁されている。上部電源線層４３－０は、図４か
ら理解される通り、上部電源線層４３－１から吊り下げられた構造を有している。上部電
源線層４３－０は、上部電源線層４３－１を介して第１電源線層４１に導通すると共に、
駆動トランジスターＴｄｒのソース領域またはドレイン領域に導通する。
【０１９２】
　本実施形態においても、第１電源線層４１と絶縁層ＬＤ０と容量電極層ＣＡ０により第
１の容量素子Ｃ－１が構成され、容量電極層ＣＡ０と絶縁層ＬＤ１および絶縁層ＬＥ０と
上部電源線層４３－０により第２の容量素子Ｃ－２が構成されている。
【０１９３】
　以上に説明した通り、本実施形態では、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに
接続された容量電極層ＣＡ１と、容量電極層ＣＡ１に接続された容量電極層ＣＡ０は、駆
動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒよりも上層に設けられており、容量電極層ＣＡ
１および容量電極層ＣＡ０と、選択トランジスターＴｓｌのドレイン領域またはソース領
域に接続された信号線２６との間に、第１電源線層４１が配置されるように構成されてい
る。第１電源線層４１は、画素電極である第１電極Ｅ１と発光制御トランジスターＴｅｌ
のソース領域またはドレイン領域との導通部、すなわち、画素電極導通部と、駆動トラン
ジスターＴｄｒのゲート導通部とを除き、ほぼ全面に亘って形成されている。したがって
、ノイズの発生源となる信号線２６と、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに接
続された容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０との間のカップリングが抑制される。
【０１９４】
　また、信号線２６の下層には、選択トランジスターＴｓｌのゲート層Ｇｓｌに接続され
た走査線２２が配置されているが、これらの走査線２２と、容量電極層ＣＡ１および容量
電極層ＣＡ１との間に、第１電源線層４１が配置されるように構成されている。第１電源
線層４１は、信号線２６だけでなく、走査線２２も覆うように、ほぼ全面に亘って形成さ
れている。したがって、ノイズの発生源となる走査線２２と、駆動トランジスターＴｄｒ
のゲート層Ｇｄｒに接続された容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０との間のカップ
リングが抑制される。
【０１９５】
　本実施形態では、容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０と、画素電極である第１電
極Ｅ１との間には、上部電源線層４３－１および上部電源線層４３－０が配置されている
。上部電源線層４３－１および上部電源線層４３－０は、上述した画素導通部を除き、ほ
ぼ全面に亘って形成されている。したがって、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄ
ｒに接続された容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０と、画素電極である第１電極Ｅ
１との間のカップリングが抑制される。
【０１９６】
　画素電極である第１電極Ｅ１と発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレ
イン領域との導通部は、複数の導通孔と複数の中継電極により構成されている。これらは
、発光制御トランジスターＴｅｌのソース配線またはドレイン配線として機能している。
つまり、第１電極Ｅ１と発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域
との導通部は、第１電源線層４１と、容量電極層ＣＡ１および容量電極層ＣＡ０と、上部
電源線層４３－１および上部電源線層４３－０とを貫いて設けられた発光制御トランジス
ターＴｅｌのソース配線またはドレイン配線により構成されている。したがって、画素電
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極を発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域の層まで延ばして導
通を図る場合と比して、低抵抗で発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレ
イン領域と画素電極である第１電極Ｅ１とを接続することができる。
【０１９７】
　駆動トランジスターＴｄｒと第１電源線層４１をつなぐ導通部は、複数の導通孔および
複数の中継電極により構成されている。この導通部は、駆動トランジスターＴｄｒのソー
ス配線またはドレイン配線として機能する。このように構成することにより、第１電源線
層４１を下層に延ばして導通を図る場合と比して、低抵抗で駆動トランジスターＴｄｒと
第１電源線層４１とを接続することができる。
【０１９８】
　駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒと容量電極層ＣＡ１をつなぐ導通部は、複
数の中継電極と複数の導通孔から構成される。この導通部は、選択トランジスターＴｓｌ
のソース配線またはドレイン配線であり、ゲート層Ｇｄｒが形成された層を貫いて設けら
れている。したがって、容量電極層ＣＡ１を下層に延ばして導通を図る場合と比較して、
低抵抗で駆動トランジスターＴｄｒと容量電極層ＣＡ１とをつなぐことができる。
【０１９９】
　容量素子Ｃについては、上述したように、上部電源線層４３－０を第２容量電極Ｃ２と
し、容量電極層４３－０を第１容量電極Ｃ１とする第１の容量素子Ｃ－１と、第１電源線
層４１を第２容量電極Ｃ２とし、容量電極層４３－０を第１容量電極Ｃ１とする第２の容
量素子Ｃ－２との２種類の容量素子が積層方向（Ｚ方向）に積層された構成となっている
。第１の容量素子Ｃ－１においては、第２容量電極Ｃ２である上部電源線層４３－０は、
上部電源線層４３－１に電気的に接続され、かつ、上部電源線層４３－１より下層に配置
された構成となっている。上述した例では、一例として、上部電源線層４３－１から吊り
下げた構造によりこの配置を実現している。したがって、第２容量電極Ｃ２として、中継
電極と同層に形成される上部電源線層４３－１自体を用いる場合と比して、第１の容量素
子Ｃ－１の誘電体膜を薄くすることができ、第１の容量素子Ｃ－１の容量を大きくするこ
とができる。あるいは、第１の容量素子Ｃ－１の配置の自由度を高めることができる。
【０２００】
　第２の容量素子Ｃ－２においては、第２容量電極Ｃ２である容量電極層ＣＡ０は、駆動
トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒに接続されたゲート配線である容量電極層ＣＡ１
に電気的に接続され、かつ、容量電極層ＣＡ１より下層に配置された構成となっている。
上述した例では、一例として、容量電極層ＣＡ１から吊り下げた構造によりこの配置を実
現している。したがって、第２容量電極Ｃ２として、中継電極と同層に形成される容量電
極層ＣＡ１自体を用いる場合と比して、第２の容量素子Ｃ－２の誘電体膜を薄くすること
ができ、第２の容量素子Ｃ－２の容量を大きくすることができる。あるいは、第２の容量
素子Ｃ－２の配置の自由度を高めることができる。
【０２０１】
　また、第２の容量素子Ｃ－２においては、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒ
に接続された第１容量電極Ｃ１に相当する容量電極層ＣＡ０は、第２容量電極Ｃ２に相当
する上部電源線層４３－０と、走査線２２が形成された層との間に配置している。すなわ
ち、走査線２２が形成された層側に容量素子Ｃの第１容量電極Ｃ１が配置されることにな
る。したがって、走査線２２が形成された層や上部電源線層４３－０とは別に容量電極が
形成できるため、設計の自由度を高めることができる。
【０２０２】
　第１の容量素子Ｃ－１においては、第１容量電極Ｃ１に相当する容量電極層ＣＡ０は、
第１電源線層４１と画素電極である第１電極Ｅ１との間に配置している。すなわち、画素
電極側に容量素子Ｃのうちのゲート電位側に接続される第１容量電極Ｃ１が配置される。
この配置を採用することにより、画素電極である第１電極Ｅ１に対する走査線２２による
ノイズを低減できる。また、画素電極である第１電極Ｅ１や第１電源線層４１とは別に容
量電極が形成できるため、設計の自由度を高めることができる。さらに、画素電極である
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第１電極Ｅ１（発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域）の電位
は駆動トランジスターＴｄｒや発光素子４５の電位に応じて設定されるため、容量電極で
ある第１容量電極Ｃ１の電位は、走査線２２側に配置する場合と比して階調電位による変
動を受けにくい。
【０２０３】
　第１の容量素子Ｃ－１および第２の容量素子Ｃ－２は、平面視において、選択トランジ
スターＴｓｌ、発光制御トランジスターＴｅｌ、および駆動トランジスターＴｄｒのそれ
ぞれと重なる位置に設けられている。したがって、容量素子の容量を確保しつつ、画素の
高密度化を実現することができる。このように、本実施形態によれば、駆動トランジスタ
ーＴｄｒのゲート層Ｇｄｒよりも上の層を有効に活用して、高密度な画素のための画素構
造を提供することができる。
【０２０４】
　その他、上述した各実施形態との共通の構成については、前述した各実施形態における
効果と同様な効果を奏することができる。また、本実施形態においても、第１実施形態で
説明した変形例と同様な変形例が適用可能である。
【０２０５】
＜第９実施形態＞
　本発明の第９実施形態を説明する。なお、以下に例示する各形態において作用や機能が
第１実施形態と同様である要素については、第１実施形態の説明で参照した符号を流用し
て各々の詳細な説明を適宜に省略する。
【０２０６】
　本実施形態における各表示画素Ｐｅの回路の構成は、第１実施形態と同様であり、駆動
トランジスターＴｄｒ、選択トランジスターＴｓｌ、発光制御トランジスターＴｅｌ、お
よび補償トランジスターＴｃｍｐを含んで構成される。なお、本実施形態においても、表
示画素Ｐｅの各トランジスターＴ（Ｔｄｒ，Ｔｅｌ，Ｔｓｌ，Ｔｃｍｐ）をＰチャネル型
としたが、Ｎチャネル型のトランジスターを利用することも可能である。本実施形態の表
示画素Ｐｅの回路は、いわゆるカップリング駆動方式と、いわゆる電流プログラミング方
式とのいずれの方式によっても駆動することが可能である。
【０２０７】
　第９実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００の具体的な構造を以下に詳述
する。なお、以下の説明で参照する各図面では、説明の便宜のために、各要素の寸法や縮
尺を実際の有機エレクトロルミネッセンス装置１００とは相違させている。図８４は、有
機エレクトロルミネッセンス装置１００の断面図であり、図８５から図９２は、有機エレ
クトロルミネッセンス装置１００の各要素を形成する各段階での基板１０の表面の様子を
表示画素Ｐｅの１個分に着目して図示した平面図である。図９３から図９５は、基板１０
の表面の様子を表示画素Ｐｅの４個分に着目して図示した平面図である。図８５から図９
２のX－X’線を含む断面に対応した断面図が図８４に相当する。なお、図８５から図９２
は平面図であるが、各要素の視覚的な把握を容易化する観点から、図８４と共通する各要
素に図８４と同態様のハッチングが便宜的に付加されている。
【０２０８】
　図８４および図８５から理解される通り、珪素等の半導体材料で形成された基板１０の
表面には、表示画素Ｐｅの各トランジスターＴ（Ｔｄｒ，Ｔｓｌ，Ｔｅｌ，Ｔｃｍｐ）の
能動領域１０Ａ（ソース／ドレイン領域）が形成される。能動領域１０Ａにはイオンが注
入される。表示画素Ｐｅの各トランジスターＴ（Ｔｄｒ，Ｔｓｌ，Ｔｅｌ，Ｔｃｍｐ）の
アクティブ層はソース領域とドレイン領域との間に存在し、能動領域１０Ａとは別種類の
イオンが注入されるが、便宜的に能動領域１０Ａと一体に記載している。また、本実施形
態においても、容量素子Ｃを構成する領域においても能動領域１０Ａが形成され、能動領
域１０Ａには不純物が注入されて電源に接続される。そして、能動領域１０Ａを一方の電
極とし、絶縁層を介して形成された容量電極を他方の電極とするいわゆるＭＯＳ容量を構
成する。また、容量素子Ｃを構成する領域における能動領域１０Ａは電源電位部としても
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機能する。図２１から理解される通り、補償トランジスターＴｃｍｐの能動領域１０Ａは
導通孔ＨＡ１が設けられた部分において、選択トランジスターＴｓｌの能動領域１０Ａと
はつながっている。したがって、補償トランジスターＴｃｍｐの電流端は、選択トランジ
スターＴｓｌの電流端としても機能する。図８４および図８６から理解される通り、能動
領域１０Ａが形成された基板１０の表面は絶縁膜Ｌ０（ゲート絶縁膜）で被覆され、各ト
ランジスターＴのゲート層Ｇ（Ｇｄｒ，Ｇｓｌ，Ｇｅｌ，Ｇｃｍｐ）が絶縁膜Ｌ０の面上
に形成される。各トランジスターＴのゲート層Ｇは、絶縁膜Ｌ０を挟んでアクティブ層に
対向する。また、図８６に例示される通り、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒ
は、容量素子Ｃを構成する領域に形成された能動領域１０Ａまで延びて形成され、下部容
量電極層ＣＡ１を構成している。
【０２０９】
　図８４から理解される通り、各トランジスターＴのゲート層Ｇおよび下部容量電極層Ｃ
Ａ１が形成された絶縁膜Ｌ０の面上には、複数の絶縁層Ｌ（ＬＡ～ＬＤ）と複数の導電層
（配線層）とを交互に積層した多層配線層が形成される。各絶縁層Ｌは、例えば珪素化合
物（典型的には窒化珪素や酸化珪素）等の絶縁性の無機材料で形成される。なお、以下の
説明では、導電層（単層または複数層）の選択的な除去により複数の要素が同一工程で一
括的に形成される関係を「同層から形成される」と表記する。
【０２１０】
　絶縁層ＬＡは、各トランジスターＴのゲートＧが形成された絶縁膜Ｌ０の面上に形成さ
れる。図８４および図８７から理解される通り、絶縁層ＬＡの面上には、上部容量電極層
ＣＡ２，ＣＡ３，ＣＡ４と、複数の中継電極ＱＢ（ＱＢ２，ＱＢ３，ＱＢ４，ＱＢ５，Ｑ
Ｂ６）と、発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８とが同層から形成される。図８４
および図８５から理解される通り、上部容量電極層ＣＡ２は、絶縁層ＬＡと絶縁膜Ｌ０と
を貫通する導通孔ＨＡ５を介して駆動トランジスターＴｄｒのソース領域またはドレイン
領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。上部容量電極層ＣＡ２には、平面視において
、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒの一部と下部容量電極層ＣＡ１が形成され
た領域を取り囲むように開口部５０が形成される。
【０２１１】
　開口部５０には、上部容量電極層ＣＡ３と上部容量電極層ＣＡ４が上部容量電極層ＣＡ
２と同層に形成される。上部容量電極層ＣＡ３には開口部５２が形成され、上部容量電極
層ＣＡ４は開口部５２内に形成される。つまり、上部容量電極層ＣＡ２と上部容量電極層
ＣＡ３は互いに離間して形成され電気的に絶縁されており、上部容量電極層ＣＡ３と上部
容量電極層ＣＡ４は互いに離間して形成され電気的に絶縁されている。上部容量電極層Ｃ
Ａ３は、駆動トランジスターＴｄｒのゲート層Ｇｄｒと選択トランジスターＴｓｌのドレ
イン領域ましたソース領域とを接続する配線層としても機能している。すなわち、図８４
、図８６および図８７から理解される通り、絶縁層ＬＡと絶縁膜Ｌ０とを貫通する導通孔
ＨＡ２を介して選択トランジスターＴｓｌの能動領域１０Ａに導通するとともに、絶縁層
ＬＡの導通孔ＨＢ２を介して駆動トランジスターＴｄｒのゲートＧｄｒに導通する。
【０２１２】
　駆動トランジスターＴｄｒと補償トランジスターＴｃｍｐおよび発光制御トランジスタ
ーＴｅｌとの導通部、補償トランジスターＴｃｍｐと選択トランジスターＴｓｌとの導通
部、補償トランジスターＴｃｍｐのゲート層Ｇｃｍｐの導通部、選択トランジスターＴｓ
ｌのゲート層Ｇｓｌの導通部、および発光制御トランジスターＴｅｌと画素電極としての
第１電極Ｅ１との導通部のそれぞれには、中継電極ＱＢ４、中継電極ＱＢ３、中継電極Ｑ
Ｂ５、中継電極ＱＢ２、中継電極ＱＢ６が上部容量電極層ＣＡ２と同層に形成される。ま
た、発光制御トランジスターＴｅｌのゲート層Ｇｅｌの導通部には制御線２８が上部容量
電極層ＣＡ２と同層に形成される。図８４、図８６および図８７から理解される通り、中
継電極ＱＢ４は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを貫通する導通孔ＨＡ６を介して駆動トラン
ジスターＴｄｒのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
また、中継電極ＱＢ４は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを貫通する導通孔ＨＡ７を介して補
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償トランジスターＴｃｍｐのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに
導通する。さらに、中継電極ＱＢ４は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを貫通する導通孔ＨＡ
８を介して発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域を形成する能
動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ２は、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ１を介し
て選択トランジスターＴｓｌのゲート層Ｇｓｌに導通する。中継電極ＱＢ３は、絶縁層Ｌ
Ａと絶縁膜Ｌ０とを貫通する導通孔ＨＡ１を介して選択トランジスターＴｓｌのソース領
域またはドレイン領域を形成すると共に、補償トランジスターＴｃｍｐのソース領域また
はドレイン領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。中継電極ＱＢ５は、絶縁層ＬＡを
貫通する導通孔ＨＢ３を介して補償トランジスターＴｃｍｐのゲート層Ｇｃｍｐに導通す
る。中継電極ＱＢ６は、絶縁膜Ｌ０と絶縁層ＬＡとを貫通する導通孔ＨＡ９を介して発光
制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに
導通する。
【０２１３】
　発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８は、絶縁層ＬＡに形成された導通孔ＨＢ４
を介して発光制御トランジスターＴｅｌのゲート層Ｇｅｌに導通する。制御線２８は、図
９３から理解される通り、複数の表示画素ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁層
ＬＡにより補償トランジスターＴｃｍｐのゲート層Ｇｃｍｐからは電気的に絶縁される。
図８７から理解される通り、選択トランジスターＴｓｌと駆動トランジスターＴｄｒと発
光制御トランジスターＴｅｌの各々は、チャネル長がＹ方向に沿うように形成される。ま
た、容量素子Ｃを構成する領域は、駆動トランジスターＴｄｒに対してＸ方向（図８７で
はＸ方向の正側）にずれた位置に配置される。また、選択トランジスターＴｓｌのゲート
層Ｇｓｌと中継電極ＱＢ２との導通箇所は、選択トランジスターＴｓｌに対してＸ方向（
図８７ではＸ方向の負側）にずれた位置に配置される。補償トランジスターＴｃｍｐのゲ
ート層Ｇｃｍｐと中継電極ＱＢ５との導通箇所は、補償トランジスターＴｃｍｐに対して
Ｙ方向（図８７ではＹ方向の正側）にずれた位置に配置される。
【０２１４】
　絶縁層ＬＢは、上部容量電極層ＣＡ２、上部容量電極層ＣＡ３、上部容量電極層ＣＡ４
と、複数の中継電極ＱＢ（ＱＢ２，ＱＢ３，ＱＢ４，ＱＢ５，ＱＢ６）と、制御線２８と
が形成された絶縁層ＬＡの面上に形成される。図８４および図８８から理解される通り、
絶縁層ＬＢの面上には、第１電源導電体としての電源線層４１と、走査線２２と、補償ト
ランジスターＴｃｍｐの制御線２７と、複数の中継電極ＱＣ（ＱＣ１，ＱＣ３）とが同層
から形成される。電源線層４１は、多層配線層内の配線（図示略）を介して、高位側の電
源電位Ｖｅｌが供給される実装端子３６に導通する。なお、電源線層４１は、図１に示す
第１領域１２の表示領域１６内に形成される。また、図示を省略するが、第１領域１２の
周辺領域１８内にも別の電源線層が形成される。この電源線層は、多層配線層内の配線（
図示略）を介して、低位側の電源電位Ｖｃｔが供給される実装端子３６に導通する。電源
線層４１および低位側の電源電位Ｖｃｔが供給される電源線層は、例えば銀やアルミニウ
ムを含有する導電材料で例えば１００ｎｍ程度の膜厚に形成される。
【０２１５】
　電源線層４１は、前述の通り高位側の電源電位Ｖｅｌが供給される電源配線であり、図
８８および図９４から理解される通り、上部容量電極層ＣＡ２の開口部５０およびその周
囲の上部容量電極層ＣＡ２を各画素において覆う。電源線層４１は、さらに、Ｙ方向にお
いて隣り合う表示画素Ｐｅの発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８を覆う位置まで
延びて形成されており、この隣り合う表示画素Ｐｅとの連続部には開口部５３が形成され
て、画素電極導通部（発光制御トランジスターＴｅｌと中継電極ＱＣ３の導通部）を取り
囲むように配置される。また、電源線層４１は、Ｘ方向において隣り合う表示画素Ｐｅ間
において隙間なく連続して形成されたパターンである。
【０２１６】
　図８４および図８８から理解される通り、表示領域１６内に形成された電源線層４１は
、表示画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＢに形成された導通孔ＨＣ３を介して上部容量電極層ＣＡ２
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に導通する。また、電源線層４１は、表示画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＢに形成された導通孔Ｈ
Ｃ５、ＨＣ６を介して上部容量電極層ＣＡ２に導通する。したがって、図８４、図８６な
いし図８８から理解される通り、電源線層４１は、上部容量電極層ＣＡ２と、絶縁膜Ｌ０
および絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＡ３、ＨＡ４とを介して、容量素子Ｃを構成する領
域に形成された能動領域１０Ａに導通する。さらに、図８４および図８８から理解される
通り、電源線層４１は、表示画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＢに形成された導通孔ＨＣ７を介して
上部容量電極層ＣＡ２に導通する。したがって、図８４、図８６ないし図８８から理解さ
れる通り、電源線層４１は、上部容量電極層ＣＡ２と、絶縁膜Ｌ０および絶縁層ＬＡを貫
通する導通孔ＨＣ７を介して、駆動トランジスターＴｄｒのソース領域またはドレイン領
域を形成する能動領域１０Ａに導通する。すなわち、上部容量電極層ＣＡ２は、駆動トラ
ンジスターＴｄｒのソース領域またはドレイン領域と、電源線層４１とを接続する配線層
としても機能している。図８４および図８８から理解される通り、電源線層４１は、表示
画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＢに形成された導通孔ＨＣ４、ＨＣ８を介して上部容量電極層ＣＡ
４に導通する。
【０２１７】
　図８８から理解される通り、走査線２２は、表示画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＢに形成された
導通孔ＨＣ２を介して中継電極ＱＢ２に導通する。したがって、図８６ないし図８８から
理解される通り、走査線２２は、中継電極ＱＢ２と、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ１
を介して選択トランジスターＴｓｌのゲート層Ｇｓｌに導通する。走査線２２は、図９４
から理解される通り、複数の表示画素ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁層ＬＢ
により上部容量電極層ＣＡ２および中継電極ＱＢ４からは電気的に絶縁される。
【０２１８】
　図８８から理解される通り、制御線２７は、表示画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＢに形成された
導通孔ＨＣ１０を介して中継電極ＱＢ５に導通する。したがって、図８６ないし図８８か
ら理解される通り、制御線２７は、中継電極ＱＢ５と、絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＢ
３を介して補償トランジスターＴｃｍｐのゲート層Ｇｃｍｐに導通する。制御線２７は、
図９４から理解される通り、複数の表示画素ＰｅにわたりＸ方向に直線状に延在し、絶縁
層ＬＢにより上部容量電極層ＣＡ２および中継電極ＱＢ４からは電気的に絶縁される。
【０２１９】
　図８７から理解される通り、中継電極ＱＣ３は、表示画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＢに形成さ
れた導通孔ＨＣ１１を介して中継電極ＱＢ６に導通する。したがって、図８５ないし図８
７から理解される通り、中継電極ＱＣ３は、中継電極ＱＢ６と、絶縁膜Ｌ０および絶縁層
ＬＡを貫通する導通孔ＨＡ９を介して発光制御トランジスターＴｅｌの能動領域１０Ａに
導通する。
【０２２０】
　図８８から理解される通り、中継電極ＱＣ１は、表示画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＢに形成さ
れた導通孔ＨＣ１を介して中継電極ＱＢ３に導通する。したがって、図８６ないし図８８
から理解される通り、中継電極ＱＣ１は、中継電極ＱＢ３と、絶縁膜Ｌ０および絶縁層Ｌ
Ａを貫通する導通孔ＨＡ１を介して選択トランジスターＴｓｌおよび補償トランジスター
Ｔｃｍｐのドレイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【０２２１】
　絶縁層ＬＣは、電源線層４１、走査線２２、制御線２７、中継電極ＱＣ１，ＱＣ３が形
成された絶縁層ＬＢの面上に形成される。図８４および図８９から理解される通り、絶縁
層ＬＣの面上には、信号線２６と、中継電極ＱＤ２とが同層から形成される。信号線２６
は、複数の画素ＰにわたりＹ方向に直線状に延在し、絶縁層ＬＣにより走査線２２、制御
線２７および電源線層４１からは電気的に絶縁される。具体的には、信号線２６は、図８
８および図８９から理解される通り、表示画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＣに形成された導通孔Ｈ
Ｄ１を介して中継電極ＱＣ１に導通する。したがって、図８６ないし図８９から理解され
る通り、信号線２６は、中継電極ＱＣ１と、絶縁膜ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ１と、中継
電極ＱＢ３と、絶縁膜Ｌ０および絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＡ１を介して選択トラン
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ジスターＴｓｌおよび補償トランジスターＴｃｍｐが連結された能動領域１０Ａと導通す
る。また、信号線２６は、中継電極ＱＣ１と、走査線２２と、制御線２７と、電源線層４
１との上層の位置を通過するように形成され、選択トランジスターＴｓｌのチャネル長の
方向（Ｙ方向）に沿って延在するとともに平面視で走査線２２と制御線２７と電源線層４
１とを介して選択トランジスターＴｓｌに重なる。
【０２２２】
　図８９から理解される通り、中継電極ＱＤ２は、表示画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＣに形成さ
れた導通孔ＨＤ３を介して中継電極ＱＣ３に導通する。したがって、図８６ないし図８９
から理解される通り、中継電極ＱＤ２は、絶縁層ＬＣに形成された導通孔ＨＤ３と、中継
電極ＱＣ３と、絶縁層ＬＢに形成された導通孔ＨＣ１１と、中継電極ＱＢ６と、絶縁膜Ｌ
０および絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＡ９を介して発光制御トランジスターＴｅｌのド
レイン領域またはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【０２２３】
　図８４に例示される通り、絶縁層ＬＤは、信号線２６と中継電極ＱＤ２とが形成された
絶縁層ＬＣの面上に形成される。以上の説明では表示画素Ｐｅに着目したが、基板１０の
表面から絶縁層ＬＤまでの各要素の構造は、周辺領域１８内のダミー画素Ｐｄについても
共通する。
【０２２４】
　絶縁層ＬＤの表面には平坦化処理が実行される。平坦化処理には、化学機械研磨（CMP
：Chemical Mechanical Polishing）等の公知の表面処理技術が任意に採用される。平坦
化処理で高度に平坦化された絶縁層ＬＤの表面に、図８４および図９０に例示される通り
、反射層５５が形成される。反射層５５は、例えば銀やアルミニウムを含有する光反射性
の導電材料で例えば１００ｎｍ程度の膜厚に形成される。反射層５５は、光反射性の導電
材料で形成され、図９０に示すように各トランジスターＴ、各配線、及び各中継電極を覆
うように配置される。したがって、外光の侵入が反射層５５により防止され、光照射に起
因した各トランジスターＴの電流リークを防止できるという利点がある。
【０２２５】
　図８４および図９０から理解される通り、反射層５５は、表示画素Ｐｅ毎に絶縁層ＬＤ
に形成された導通孔ＨＥ２を介して中継電極ＱＤ２に導通する。したがって、図８６ない
し図９０から理解される通り、反射層５５は、絶縁層ＬＤを貫通する導通孔ＨＥ２と、中
継電極ＱＤ２と、絶縁層ＬＣを貫通する導通孔ＨＤ３と、中継電極ＱＣ３と、絶縁層ＬＢ
を貫通する導通孔ＨＣ１１と、中継電極ＱＢ６と、絶縁膜Ｌ０および絶縁層ＬＡを貫通す
る導通孔ＨＡ９を介して発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域またはソース領域
を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【０２２６】
　図８４に例示される通り、反射層５５が形成された絶縁層ＬＤの面上には光路調整層６
０が形成される。光路調整層６０は、各表示画素Ｐｅの共振構造の共振波長（すなわち表
示色）を規定する光透過性の膜体である。表示色が同じ画素では、共振構造の共振波長は
略同じであり、表示色が異なる画素では、共振構造の共振波長は異なるように設定される
。
【０２２７】
　図８４および図９１に例示される通り、光路調整層６０の面上には、表示領域１６内の
表示画素Ｐｅ毎の第１電極Ｅ１が形成される。第１電極Ｅ１は、例えばＩＴＯ（Indium T
in Oxide）等の光透過性の導電材料で形成される。第１電極Ｅ１は、図２を参照して前述
した通り、発光素子４５の陽極として機能する略矩形状の電極（画素電極）である。第１
電極Ｅ１は、表示画素Ｐｅ毎に光路調整層６０に形成された導通孔ＨＦ２を介して反射層
５５に導通する。したがって、図８６ないし図９１から理解される通り、第１電極Ｅ１は
、光路調整層６０を貫通する導通孔ＨＦ２と、反射層５５と、絶縁層ＬＤを貫通する導通
孔ＨＥ２と、中継電極ＱＤ２と、絶縁層ＬＣを貫通する導通孔ＨＤ３と、中継電極ＱＣ３
と、絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ１１と、中継電極ＱＢ６と、絶縁膜Ｌ０および絶縁
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層ＬＡを貫通する導通孔ＨＡ９を介して発光制御トランジスターＴｅｌのドレイン領域ま
たはソース領域を形成する能動領域１０Ａに導通する。
【０２２８】
　第１電極Ｅ１が形成された光路調整層６０の面上には、図８４および図９２に例示され
る通り、基板１０の全域にわたり画素定義層６５が形成される。画素定義層６５は、例え
ば珪素化合物（典型的には窒化珪素や酸化珪素）等の絶縁性の無機材料で形成される。図
９２から理解される通り、画素定義層６５には、表示領域１６内の各第１電極Ｅ１に対応
する開口部６５Ａが形成される。画素定義層６５のうち開口部６５Ａの内周縁の近傍の領
域は第１電極Ｅ１の周縁に重なる。すなわち、開口部６５Ａの内周縁は平面視で第１電極
Ｅ１の周縁の内側に位置する。各開口部６５Ａは、平面形状（矩形状）やサイズが共通し
、かつ、Ｘ方向およびＹ方向の各々にわたり共通のピッチで行列状に配列する。以上の説
明から理解される通り、画素定義層６５は平面視で格子状に形成される。尚、開口部６５
Ａの平面形状やサイズは、表示色が同じであれば同じであり、表示色が異なる場合は異な
るようにしてもよい。また、開口部６５Ａのピッチは、表示色が同じ開口部同士では同じ
であり、表示色が異なる開口部間では異なるようにしてもよい。
【０２２９】
　その他にも、詳細な説明は省略するが、第１電極Ｅ１の上層には、発光機能層４６、第
２電極Ｅ２、および封止体４７が積層され、以上の各要素が形成された基板１０の表面に
は封止基板（図示略）が例えば接着剤で接合される。封止基板は、基板１０上の各要素を
保護するための光透過性の板状部材（例えばガラス基板）である。なお、封止基板の表面
または封止体４７の表面に表示画素Ｐｅ毎にカラーフィルターを形成することも可能であ
る。
【０２３０】
　以上に説明した通り、第９実施形態では、第１トランジスターとしての駆動トランジス
ターＴｄｒと発光素子４５との間の接続状態を制御する第３トランジスターとしての発光
制御トランジスターＴｅｌと、第２制御線としての発光制御トランジスターＴｅｌの制御
線２８を備える。制御線２８を電源線層４１とゲート層Ｇｅｌの間に形成した。したがっ
て、電源線層４１のシールド効果により、電源線層４１よりも上層に配置される信号線２
６等による制御線２８およびゲート層Ｇｅｌに対する影響を抑えることができる。また、
電源線層４１のシールド効果により、制御線２８およびゲート層Ｇｅｌによる信号線２６
に対する影響を抑えることができる。また、図９３および図９４から理解される通り、電
源線層４１は、制御線２８とゲート層ＧｅｌをＸ方向について隙間のない連続的なパター
ンで覆うので、発光制御トランジスターＴｅｌへの光を遮る遮光部としても機能する。ま
た、図８９から理解される通り、信号線２６は、平面視において選択トランジスターＴｓ
ｌと重なるように配置されるので、画素を微細化できるという利点がある。
【０２３１】
　さらに、第９実施形態では、図９４から理解される通り、電源線層４１は、Ｙ方向にお
いて隣り合う表示画素Ｐｅの発光制御トランジスターＴｅｌおよび発光制御トランジスタ
ーＴｅｌの制御線２８を覆う位置まで延びて形成され、開口部５３により画素導通部を囲
むように配置される。したがって、画素導通部に対する高いシールド効果が発揮されると
共に、駆動トランジスターＴｄｒおよび発光制御トランジスターＴｅｌに対する良好な遮
光効果が発揮される。
【０２３２】
　また、第９実施形態では、駆動トランジスターＴｄｒの第２電流端であるソース領域ま
たはドレイン領域を形成する能動領域１０Ａとゲートとの間の接続状態を制御する第４ト
ランジスターとしての補償トランジスターＴｃｍｐと、第３制御線としての補償トランジ
スターＴｃｍｐの制御線２７を備え、制御線２７を電源線層４１と同層に形成した。した
がって、工程の簡素化を図ることができる。
【０２３３】
　図８４ないし図９１から理解される通り、画素電極である第１電極Ｅ１と発光制御トラ
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ンジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域との導通部、すなわち、画素導通部は
、絶縁膜Ｌ０および絶縁層ＬＡを貫通する導通孔ＨＡ９、中継電極ＱＢ６、絶縁層ＬＢを
貫通する導通孔ＨＣ１１、中継電極ＱＣ３、絶縁層ＬＣを貫通する導通孔ＨＤ３、中継電
極ＱＤ２、絶縁層ＬＤを貫通するＨＥ２、および光路調整層６０を貫通する導通孔ＨＦ２
により構成されている。これらは、発光制御トランジスターＴｅｌのソース配線またはド
レイン配線として機能している。つまり、第１電極Ｅ１と発光制御トランジスターＴｅｌ
のソース領域またはドレイン領域との導通部は、上部容量電極層ＣＡ２等が形成された層
と、電源線層４１等が形成された層とを貫いて設けられた発光制御トランジスターＴｅｌ
のソース配線またはドレイン配線により構成されている。したがって、画素電極を発光制
御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域の層まで延ばして導通を図る場
合と比して、低抵抗で発光制御トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域と
画素電極である第１電極Ｅ１とを接続することができる。
【０２３４】
　図８７および図９１から理解される通り、補償トランジスターＴｃｍｐのゲートと制御
線２７との導通部は、補償トランジスターＴｃｍｐのゲートに対してＹ方向にずれて配置
されている。したがって、余分な層を積層することなく、制御線２７が形成された層のす
ぐ上の層に信号線２６を配置することができる。なお、補償トランジスターＴｃｍｐのゲ
ートと制御線２７との導通部は、平面視において補償トランジスターＴｃｍｐと重なるよ
うに配置して、選択トランジスターＴｓｌおよび補償トランジスターＴｃｍｐと信号線２
６の導通部を平面視において補償トランジスターＴｃｍｐのチャネル長の方向とずらすよ
うにしてもよい。
【０２３５】
　図８９から理解される通り、信号線２６は、平面視において補償トランジスターＴｃｍ
ｐと重なるように配置されるので、画素を微細化できるという利点がある。また、信号線
２６と補償トランジスターＴｃｍｐとの導通部を、信号線２６の真下に配置することがで
きるので、絶縁層を貫通する導通孔や中継電極により、低抵抗で信号線２６と補償トラン
ジスターＴｃｍｐの導通を図ることができる。その結果、信号線２６による補償トランジ
スターＴｃｍｐへの書き込み能力が向上する。
　上部容量電極層ＣＡ２は、走査線２２又は制御線２７と駆動トランジスターＴｄｒのゲ
ート電位部との間に配置されるように構成されている。さらに、電源線層４１は、走査線
２２又は制御線２７と駆動トランジスターＴｄｒのゲート電位部との間に配置されるよう
に構成されている。したがって、走査線２２又は制御線２７と駆動トランジスターＴｄｒ
のゲート電位部との間のカップリングが抑制される。
　上部容量電極層ＣＡ２は、信号線２６と選択トランジスターＴｓｌをつなぐ導通部と、
駆動トランジスターＴｄｒのゲート電位部との間に配置されるように構成されている。さ
らに、電源線層４１は、信号線２６と選択トランジスターＴｓｌをつなぐ導通部と、駆動
トランジスターＴｄｒのゲート電位部との間に配置されるように構成されている。したが
って、信号線２６と選択トランジスターＴｓｌをつなぐ導通部と駆動トランジスターＴｄ
ｒのゲート電位部との間のカップリングが抑制される。
【０２３６】
　その他、第１実施形態との共通の構成については、前述した第１実施形態における効果
と同様な効果を奏することができる。また、第９実施形態においても、容量素子を構成す
る電極を電源線層４１とは異なる層で形成された電極とする等、第１実施形態で説明した
変形例と同様な変形例が適用可能である。
【０２３７】
＜第１０実施形態＞
　本発明の第１０実施形態を説明する。なお、以下に例示する各形態において作用や機能
が第１実施形態および第９実施形態と同様である要素については、第１実施形態および第
２実施形態の説明で参照した符号を流用して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
【０２３８】
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　第１０実施形態の各表示画素Ｐｅの回路は第２実施形態の回路と同様であり、駆動トラ
ンジスターＴｄｒと、選択トランジスターＴｓｌと、補償トランジスターＴｃｍｐと、発
光制御トランジスターＴｅｌとを備えている。第１０実施形態の有機エレクトロルミネッ
センス装置１００の具体的な構造は、第９実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置
１００の具体的な構造とほぼ同様な構造である。以下、簡略化のため、相違する箇所につ
いてのみ説明する。
【０２３９】
　図９６は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の断面図であり、図９７から図１
０４は、有機エレクトロルミネッセンス装置１００の各要素を形成する各段階での基板１
０の表面の様子を表示画素Ｐｅの１個分に着目して図示した平面図である。図１０５から
図１０７は、基板１０の表面の様子を表示画素Ｐｅの４個分に着目して図示した平面図で
ある。図９７から図１０４のXI－XI’線を含む断面に対応した断面図が図９６に相当する
。なお、図９７から図１０７は平面図であるが、各要素の視覚的な把握を容易化する観点
から、図９６と共通する各要素に図９６と同態様のハッチングが便宜的に付加されている
。
【０２４０】
　第１０実施形態は、図９９および図１０５から理解される通り、上部容量電極層ＣＡ２
は、開口部５０によって駆動トランジスターＴｄｒのゲート導通部の一部および容量素子
Ｃの一部の形成部を取り囲むだけでなく、選択トランジスターＴｓｌと、補償トランジス
ターＴｃｍｐと、発光制御トランジスターＴｅｌと、駆動トランジスターＴｄｒおよび補
償トランジスターＴｃｍｐならびに発光制御トランジスターＴｅｌの導通部と、発光制御
トランジスターＴｅｌのソース領域またはドレイン領域と導通する画素導通部とを、開口
部５４により取り囲むように配置されている。図１０５から理解される通り、上部容量電
極層ＣＡ２は、Ｘ方向およびＹ方向において隣り合う表示画素Ｐｅ間で隙間なく連続する
パターンとなっている。上部容量電極層ＣＡ２は、第２実施形態と異なり、絶縁層ＬＢを
貫通する導通孔ＨＣ３だけでなく、同じく絶縁層ＬＢを貫通する導通孔ＨＣ１３によって
も電源線層４１との導通が図られている。したがって、電源線層４１のみの場合と比して
、電源線層４１及び上部容量電極層ＣＡ２が格子状に導通することができる。したがって
、この構成により、高位側の電源電位Ｖｅｌを表示画素Ｐｅに安定して供給することがで
きる。また、上部容量電極層ＣＡ２のシールド効果により、各トランジスターおよび画素
導通部に対する、Ｘ方向およびＹ方向において隣り合う表示画素Ｐｅ間での影響を低減さ
せることができる。上部容量電極層ＣＡ２は、平面視において、Ｘ方向およびＹ方向で隣
り合う表示画素Ｐｅの反射層５５間の隙間と重なる位置に配置されている。したがって、
各トランジスターに対する遮光性が向上する。言い換えると、反射層５５の端部は、上部
容量電極層ＣＡ２又は電源線層４１と重なるように配置されているため、隣り合う反射層
５５間を透過した光は、上部容量電極層ＣＡ２又は電源線層４１により遮られるようにな
っている。よって、各トランジスターＴへ光が到達しにくい構造となっている。
【０２４１】
　図１００から理解される通り、第３実施形態では、発光制御トランジスターＴｅｌの制
御線２８は、補償トランジスターＴｃｍｐの制御線２７と、走査線２２と、電源線層４１
と同層に形成されている。したがって、第２実施形態よりも工程の簡素が可能となる。図
９７ないし図１０１から理解される通り、発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８は
、絶縁層ＬＡに形成された導通孔ＨＢ４、中継電極ＱＢ７、絶縁層ＬＢに形成されたＨＣ
１２を介して発光制御トランジスターＴｅｌのゲート層Ｇｅｌに導通する。図１０５から
理解される通り、電源線層４１は、第２実施形態と同様にＹ方向で隣り合う表示画素Ｐｅ
間で隙間なく連続し、Ｙ方向で隣り合う表示画素Ｐｅにおける画素導通部を取り囲む位置
まで延びて形成されている。ただし、第２実施形態とは異なり、画素導通部の四方を取り
囲むのではなく、発光制御トランジスターＴｅｌの制御線２８側が開放された状態となっ
ている。第３実施形態においても、電源線層４１による高いシールド効果が発揮される。
　上部容量電極層ＣＡ２は、走査線２２及び制御線２７、２８のいずれかと駆動トランジ
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スターＴｄｒのゲート電位部との間に配置されるように構成されている。さらに、電源線
層４１は、走査線２２及び制御線２７、２８のいずれかと駆動トランジスターＴｄｒのゲ
ート電位部との間に配置されるように構成されている。したがって、走査線２２及び制御
線２７、２８のいずれかと駆動トランジスターＴｄｒのゲート電位部との間のカップリン
グが抑制される。
　上部容量電極層ＣＡ２は、信号線２６と選択トランジスターＴｓｌをつなぐ導通部と、
駆動トランジスターＴｄｒのゲート電位部との間に配置されるように構成されている。さ
らに、電源線層４１は、信号線２６と選択トランジスターＴｓｌをつなぐ導通部と、駆動
トランジスターＴｄｒのゲート電位部との間に配置されるように構成されている。したが
って、信号線２６と選択トランジスターＴｓｌをつなぐ導通部と駆動トランジスターＴｄ
ｒのゲート電位部との間のカップリングが抑制される。
【０２４２】
　その他、第９実施形態との共通の構成については、前述した第２実施形態における効果
と同様な効果を奏することができる。また、第３実施形態においても、容量素子を構成す
る電極を電源線層４１とは異なる層で形成された電極とする等、第１実施形態で説明した
変形例と同様な変形例が適用可能である。
【０２４３】
＜変形例＞
　以上の形態は多様に変形され得る。具体的な変形の態様を以下に例示する。以下の例示
から任意に選択された２以上の態様は、相互に矛盾しない範囲内で適宜に併合され得る。
【０２４４】
（１）前述の各形態では、電源線層４１の電位は、駆動トランジスターＴｄｒに接続され
るＶｅｌ電位としたが、他の電位としてもよい。この場合には、電源線層４１と駆動トラ
ンジスターＴｄｒとを接続するための導通孔を省略することができる。電源線層４１は、
他の電源電位Ｖａが供給される実装端子３６に導通し、駆動トランジスターＴｄｒや上部
容量電極層ＣＡ２には、電源電位Ｖｅｌが供給される実装端子３６に導通するようにして
もよい。
【０２４５】
（２）前述の各形態では、半導体基板を基板１０として利用した有機エレクトロルミネッ
センス装置１００を例示したが、基板１０の材料は任意である。例えばガラスや石英等の
板状部材を基板１０として利用することも可能である。また、前述の各形態では、基板１
０のうち第１領域１２の外側の第２領域１４に駆動回路３０を配置したが、駆動回路３０
を例えば周辺領域１８内に配置することも可能である。例えば、第２電源導電体４２と基
板１０との間に駆動回路３０が配置される。
【０２４６】
（３）発光素子４５の構成は以上の例示に限定されない。例えば、前述の各形態では、白
色光を発生する発光機能層４６を複数の表示画素Ｐｅにわたり連続に形成した構成を例示
したが、各表示画素Ｐｅの表示色に対応する波長の単色光を放射する発光機能層４６を表
示画素Ｐｅ毎に個別に形成することも可能である。また、前述の各形態では、反射層５５
と第２電極Ｅ２（半透過反射層）との間で共振構造を形成したが、例えば第１電源導電体
としての電源線層４１を反射性の導電材料で形成し、電源線層４１（反射層）と第２電極
Ｅ２（半透過反射層）との間で共振構造を形成することも可能である。また、第１電極Ｅ
１を反射性の導電材料で形成し、第１電極Ｅ１（反射層）と第２電極Ｅ２（半透過反射層
）との間で共振構造を形成することも可能である。第１電極Ｅ１を反射層として利用する
構成では、第１電極Ｅ１と第２電極Ｅ２との間に光路調整層６０が形成される。
【０２４７】
　前述の各形態では、光路調整層６０により各表示画素Ｐｅの共振波長を調整したが、第
１電極Ｅ１や発光機能層４６の膜厚に応じて各表示画素Ｐｅの共振波長を調整することも
可能である。
【０２４８】
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　なお、発光機能層４６は、青色波長領域、緑色波長領域、赤色波長領域のいずれで発光
してもよいし、白色の光を発光するようにしてもよい。この場合には、発光機能層４６は
、表示領域にある複数の画素にまたがって設けられていてもよい。また、発光機能層４６
は、赤色、緑色、青色のそれぞれの画素において異なる発光を行うように構成してもよい
。
【０２４９】
（４）前述の各形態では有機ＥＬ材料を利用した発光素子４５を例示したが、無機ＥＬ材
料で発光層を形成した発光素子やＬＥＤ等の発光素子を利用した構成にも本発明は同様に
適用される。また、前述の各形態では、基板１０とは反対側に光を出射するトップエミッ
ション型の有機エレクトロルミネッセンス装置１００を例示したが、基板１０側に光を出
射するボトムエミッション型の発光装置にも本発明は同様に適用される。
【０２５０】
（５）前述の各形態では、表示画素Ｐｅに構造（配線やトランジスターや容量素子等の構
造）が類似するダミー画素Ｐｄを周辺領域１８内に配置した構成を例示したが、周辺領域
１８内の構成は以上の例示に限定されない。例えば、周辺領域１８内の第２電源導電体４
２の下層に、駆動回路３０（走査線駆動回路３２または信号線駆動回路３４）や駆動回路
３０以外の回路および配線を配置することも可能である。
【０２５１】
（６）前述の各形態では、共振波長の説明の簡略化のために光路調整層６０の膜厚に着目
したが、実際には、共振構造の反射層（例えば第１電源導電体４１）と半透過反射層（例
えば第２電極Ｅ2）との間に位置する各層の屈折率や、反射層および半透過反射層の表面
での位相シフトに応じて共振構造の共振波長が設定される。
【０２５２】
（７）この発明の要旨を逸脱しない範囲において、トランジスター、あるいは容量、もし
くは配線等のいずれかを省略してもよい。例えば、第１０実施形態において、補償トラン
ジスターＴｃｍｐ及び発光制御トランジスターＴｅｌを省略し、画素電極導通部は、駆動
トランジスターＴｄｒのソース配線またはドレイン配線であってもよい。また、例えば、
第７実施形態において、発光制御トランジスターＴｅｌを省略し、画素電極導通部は、駆
動トランジスターＴｄｒのソース配線またはドレイン配線であってもよい。また、容量素
子Ｃが２種類以上の容量素子で構成される場合には、このいずれかを省略してもよい。ま
た、各形態において説明したトランジスター以外のトランジスター、あるいは容量、もし
くは配線等を適宜追加するようにしてもよい。さらに、各形態においては、走査線２２、
信号線２６、制御線２７，２８、および電源線層４１は直線状であり、幅が一様としたが
、本発明はこの態様に限定されるものではなく、配線の幅が他の部分より太くなるように
してもよいし、曲がって形成されていてもよい。
【０２５３】
＜電子機器＞
　前述の各形態に例示した有機エレクトロルミネッセンス装置１００は各種の電子機器の
表示装置として好適に利用される。図１０８には、前述の各形態に例示した有機エレクト
ロルミネッセンス装置１００を利用した頭部装着型の表示装置９０（HMD：Head Mounted 
Display）が電子機器として例示されている。
【０２５４】
　表示装置９０は、利用者の頭部に装着可能な電子機器であり、利用者の左眼に重なる透
過部（レンズ）９２Ｌと、利用者の右眼に重なる透過部９２Ｒと、左眼用の有機エレクト
ロルミネッセンス装置１００Ｌおよびハーフミラー９４Ｌと、右眼用の有機エレクトロル
ミネッセンス装置１００Ｒおよびハーフミラー９４Ｒとを具備する。有機エレクトロルミ
ネッセンス装置１００Ｌと有機エレクトロルミネッセンス装置１００Ｒとは、出射光が相
互に反対の方向に進行するように配置される。左眼用のハーフミラー９４Ｌは、透過部９
２Ｌの透過光を利用者の左眼側に透過させるとともに、有機エレクトロルミネッセンス装
置１００Ｌからの出射光を利用者の左眼側に反射させる。同様に、右眼用のハーフミラー
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ルミネッセンス装置１００Ｒからの出射光を利用者の右眼側に反射させる。したがって、
利用者は、透過部９２Ｌおよび透過部９２Ｒを介して観察される像と各有機エレクトロル
ミネッセンス装置１００による表示画像とを重畳した画像を知覚する。また、相互に視差
が付与された立体視画像（左眼用画像および右眼用画像）を有機エレクトロルミネッセン
ス装置１００Ｌと有機エレクトロルミネッセンス装置１００Ｒとに表示させることで、利
用者に表示画像の立体感を知覚させることが可能である。
【０２５５】
　なお、前述の各形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１００が適用される電子機器
は図１０８の表示装置９０に限定されない。例えば、ビデオカメラやスチルカメラ等の撮
像装置に利用される電子式ビューファインダー（EVF：Electronic View Finder）にも本
発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１００が好適に利用される。また、携帯電話機
、携帯情報端末（スマートフォン）、テレビやパーソナルコンピューター等のモニター、
カーナビゲーション装置等の各種の電子機器に本発明の発光装置を採用することが可能で
ある。
【符号の説明】
【０２５６】
１００……有機エレクトロルミネッセンス装置、１０……基板、１０Ａ……能動領域、１
２……第１領域、１４……第２領域、１６……表示領域、１８……周辺領域、２２……走
査線、２６……信号線、２７……制御線、２８……制御線、３０……駆動回路、３２……
走査線駆動回路、３４……信号線駆動回路、３６……実装端子、４１……第１電源導電体
（電源線層）、４２……第２電源導電体、４３－０，４３－１……上部電源線層、４５…
…発光素子、４６……発光機能層、６０……光路調整層、６５……画素定義層、Ｃ……容
量素子、Ｃ１……第１容量電極、Ｃ２……第２容量電極、ＣＡ０，ＣＡ１，ＣＡ２，ＣＡ
３，ＣＡ４……容量電極層、Ｅ１……第１電極、Ｅ２……第２電極、Ｌ（Ｌ０，ＬＡ，Ｌ
Ｂ，ＬＣ，ＬＤ，ＬＥ）……絶縁層、Ｑ（ＱＢ１，ＱＢ２，ＱＢ３，ＱＢ４，ＱＢ５，Ｑ
Ｂ６，ＱＣ１，ＱＣ２，ＱＣ３，ＱＣ４，ＱＤ１，ＱＤ２，ＱＤ３，ＱＥ１）……中継電
極、Ｔｃｍｐ……補償トランジスター、Ｔｄｒ……駆動トランジスター、Ｔｅｌ……発光
制御トランジスター、Ｔｓｌ……選択トランジスター。
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